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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Bezeichnung: Oberflachenwellenbauelement und Kommunitkationsvorrichtung, die dasselbe umfasst 

(57) Zusammenfassung: Ein SAW-Bauelement umfafit 
zwei Oberflachenwellenfilterelemente, die so angeordnet 
sind, um eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwand- 
lungsfunktion aufzuweisen. Die O berfl ache nwe lie nfilterel e- 
mente umfassen zwei erste Reflektoren und zwei zweite 
Reflektoren. In jedem Oberflachenwellenfilterelement sind 
drei IDTs auf einem piezoelektrischen Substrat in einer 
Richtung angeordnet, in der die Oberflachenwellen uber- 
tragen werden, um zwischen dem ersten und dem zweiten 
Reflektor positioniert zu sein. Die ersten Reflektoren unter- 
scheiden sich in ihrer Struktur von den zweiten Reflektoren. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein SAW-Bauelement (SAW = surface acoustic wave 
= Oberflachenwelle) mit einer Symmetrisch-zu-Un- 
symmetrisch-Umwandlungsfunktion und auf eine 
Kommunikationsvorrichtung, die das SAW-Bauele- 
ment umfaftt. 

Stand der Technik 

[0002] Im Hinblick auf die Verringerung von Grofte 
und Gewicht von Kommunikationsvorrichtungen, wie 
z. B. Zellulartelefonen, sind in der Technik in den ver- 
gangenen Jahren bemerkenswerte Fortschritte ge- 
macht worden. Als eine Moglichkeit zum Realisieren 
der Verringerung werden die Komponenten nicht nur 
in ihrer Anzahl und Grofte verringert, sondern es sind 
auch kombinierte Komponenten, die durch Kombinie- 
ren von Funktionen gebildet sind, entwickelt worden. 
[0003] Vor dem Hintergrund dieser Umstande, sind 
jene, bei denen ein SAW-Bauelement zur Verwen- 
dung in einer Funkfrequenzstufe eines Zellulartele- 
fons mit einer Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Um- 
wandlungsfunktion bzw. einer sogenannten „Ba- 
lun-Funktion" versehen ist, in den letzten Jahren aktiv 
erforscht worden. Hauptsachlich sind GSMs (GSM = 
global systems for mobile communications = globale 
Systeme fur Mobilkommunikationen) zur Anwendung 
gekommen. Einige Patentanmeldungen, die 
SAW-Bauelemente betreffen, die mit den beschriebe- 
nen Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwand- 
lungsfunktionen versehen sind, sind eingereicht wor- 
den. 

[0004] Zusatzlich hat bei den neuesten Zellulartele- 
fonsystemen die Anzahl jener, die nahe beieinander- 
liegende Sende- und Empfangsfrequenzen aufwei- 
sen, zugenommen. Mit diesem Anstieg muft eine 
Dampfung in einem Empfangsfrequenzband in ei- 
nem Ubertragungsfilter erhoht werden, und eine 
Dampfung in einem Sendefrequenzband mute in ei- 
nem Empfangsfilter erhoht werden. Dementspre- 
chend ist bei einem SAW-Bauelement der Bedarf an 
einer Erhohung einer Dampfung in der Nahe eines 
Durchlaftbands in den Vordergrund getreten. 
[0005] In einer Kommunikationsvorrichtung ist es 
ublich, fur ein unsymmetrisches Signal eine charak- 
teristische Impedanz von 50 Q in einem Abschnitt 
von einer Antenne zu einem Filter zu verwenden. In 
vielen Fallen wird bei einem Verstarker oder derglei- 
chen, der nach der Stufe des Filters verwendet wird, 
fur ein symmetrisches Signal eine Impedanz von 1 50 
bis 200 Q verwendet. 

[0006] Bezuglich eines SAW-Filterbauelements 
(SAW-Bauelement), das auch eine Funktion des Um- 
wandelns eines unsymmetrischen 50-Q-Signals in 
ein symmetrisches Signal mit 150 bis 200 Q aufweist, 
ist z. B. ein Bauelement, in dem vier SAW-Filterele- 
mente verwendet werden, um eine unsymmetrische 
Eingabe und eine symmetrische Ausgabe zu realisie- 



ren, bekannt (siehe z. B. die japanische ungeprufte 
Patentanmeldungsveroffentlichung Nr. 1 0-1 1 71 23 
(die am 6. Mai 1 998 der Offentlichkeit zuganglich ge- 
macht wurde)). Die Konfiguration des SAW-Filterbau- 
elements, das in dieser Veroffentlichung offenbart 
wird, ist in Fig. 24 gezeigt. 

[0007] In der bekannten Konfiguration wird eine 
Storkomponente in der Nahe des Durchlaftbands au- 
fterhalb des Durchlafcbands durch Erregung der 
Oberflachenwellen bewirkt. In einem Bereich, in dem 
die Storkomponente erzeugt wird, werden die Pha- 
sencharakteristika der symmetrischen Anschlusse 
506 und 507 wie in dem Durchlafcband invertiert. 
Dementsprechend wird kein Signalaufhebungseffekt 
in einem Differentialzustand erhalten, wodurch dahin- 
gehend ein Problem verursacht wird, daft die Damp- 
fung in der Nahe des Durchlaftbands aufterhalb des 
Durchlaftbands nicht ausreichend ist. 
[0008] Die SAW-Bauelementkonfigurationen der 
verwandten Technik sind nachstehend unter Bezug- 
nahme auf Fig. 19 bis 24 beschrieben. 
[0009] Fig. 19 zeigt ein SAW-Bauelement 100, in 
dem bei einer Konfiguration, die die Impedanzen der 
symmetrischen Signalanschlusse 114 und 115 auf- 
weist, die sich naherungsweise viermal von der Impe- 
danz eines unsymmetrischen Signalanschlusses 113 
unterscheiden, eine Dampfung im unteren Bereich 
eines Durchlaftbands erhoht werden kann. 
[0010] Wie in Fig. 19 gezeigt ist, umfafct das 
SAW-Bauelement 100 zwei SAW-Filter 101 und 102 
mit langsgekoppeltem Resonator (SAW-Filterele- 
mente) auf einem piezoelektrischen Substrat (nicht 
gezeigt). Das SAW-Filter 101 mit langsgekoppeltem 
Resonator umfaftt drei IDTs (IDT = interdigital trans- 
ducer = Interdigitalwandler) 103, 104 und 105 und 
Reflektoren 106 und 107 auf den Seiten der IDTs 103 
und 1 05. Desgleichen umfafct das SAW-Filter 1 02 mit 
langsgekoppeltem Resonator drei IDTs 108, 109 und 
110 und Reflektoren 111 und 112 auf den Seiten der 
IDTs 108 und 110. Die IDTs 103 bis 105, und die IDTs 
108 bis 110 sind in einer Reihe entlang einer Ausbrei- 
tungsrichtung der Oberflachenwellen angeordnet. 
Bei dem SAW-Bauelement 100 sind die IDTs 108 und 
110 des SAW-Filters 102 mit langsgekoppeltem Re- 
sonator hinsichtlich einer interdigitalen Lange im Ver- 
gleich zu den IDTs 103 und 105 des SAW-Filters 101 
mit langsgekoppeltem Resonator invertiert. Bei die- 
ser Anordnung unterscheidet sich bei dem SAW-Fil- 
ter 102 mit langsgekoppeltem Resonator die Phase 
eines Ausgangssignals zu einem Eingangssignal um 
naherungsweise 180 Grad im Vergleich zu dem 
SAW-Filter 101 mit langsgekoppeltem Resonator. 
[0011] Die IDTs 104 und 109 sind mit einem Signal- 
anschluft 113 verbunden. Die IDTs 103 und 105 sind 
mit einem Signalanschluft 114 verbunden. Die IDTs 
108 und 110 sind mit einem Signalanschluft 115 ver- 
bunden. Bei dem SAW-Bauelement 100 ist der Sig- 
nalanschluft 113 ein Unsymmetrisches-Signal-An- 
schluft und die Signalanschlusse 114 und 115 sind 
Symmetrisches-Signal-Anschlusse. 



2/42 



DE 103 43 296 A1 2004.04.08 



[0012] Jeder IDT umfaftt zwei Elektrodenfingerein- 
heiten, die jeweils einen Schienenbasisendabschnitt 
(Sammelschiene) und eine Mehrzahl von zueinander 
parallelen Stabelektrodenfingern umfassen, die sich 
in eine orthogonale Richtung von einer Seite des Ba- 
sisendabschnitts erstrecken. Beide Elektrodenfinge- 
reinheiten sind so angeordnet, daft die Seitenab- 
schnitte der Elektrodenfinger der einen Einheit zu 
den Seitenabschnitten der Elektrodenfinger der an- 
deren Einheit gerichtet sind. Jeder Reflektor wird zu- 
dem verwendet, um die ubertragenen Oberflachen- 
wellen zu reflektieren. Der Reflektor umfaftt ein Paar 
von Schienenbasisendabschnitten (Sammelschie- 
nen) und eine Mehrzahl von zueinander parallelen 
Stabelektrodenfingern, die sich in eine orthogonale 
Richtung von einer Seite des einen Basisen- 
dabschnitts erstrecken und die die Basisen- 
dabschnitte elektrisch verbinden. 
[0013] Wie vorstehend beschrieben, wird das 
SAW-Bauelement 100, das eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
weist und in dem die Impedanz der Symmetri- 
sches-Signal-Anschlusse sich naherungsweise vier- 
mal von der des Unsymmetrisches-Signal-Anschlus- 
ses unterscheidet, realisiert. 

[0014] Ein Merkmal des SAW-Bauelements 100 ist, 
daft die Anzahl von Elektrodenfingern in jedem der 
Reflektoren 111 und 112 kleiner ist als die in jedem 
der Reflektoren 106 und 107. In anderen Worten wei- 
sen die SAW-Filter 101 und 102 mit langsgekoppel- 
tem Resonator unterschiedliche Anzahlen von Elek- 
trodenfingern auf. 

[0015] Als ein Vergleich zu dem SAW-Bauelement 
100 ist ein SAW-Bauelement 120 (vergleichbares 
Beispiel 1) in Fig. 20 gezeigt, das zwei SAW-Filter 
101' und 102 mit langsgekoppeltem Resonator auf 
einem piezoelektrischen Substrat (nicht gezeigt) um- 
faftt. Das SAW-Bauelement 120 weist eine Konfigu- 
ration auf, bei der, in dem SAW-Bauelement 100, an- 
stelle der Reflektoren 106 und 107 die Reflektoren 
106' und 107' vorgesehen sind, die in ihrer Anzahl 
von Elektrodenfingern zu den Reflektoren 111 und 
112 identisch sind. In anderen Worten weisen bei 
dem SAW-Bauelement 120 die SAW-Filter 101" und 
1 02 mit langsgekoppeltem Resonator die gleiche An- 
zahl von Elektrodenfingern des Reflektors auf. Die 
anderen Punkte in der Konfiguration sind mit jenen in 
dem SAW-Bauelement 100 identisch. 
[0016] Fig. 21 zeigtdie Frequenzeinfugungsverlust- 
charakteristika des SAW-Bauelements 100 in Fig. 19 
und das SAW-Bauelement 120 in Fig. 20. Aus 
Fig. 21 ist zu ersehen, daft die Konfiguration des 
SAW-Bauelements 100 im Vergleich zum SAW-Bau- 
element 120 eine Verbesserung von naherungsweise 
5 dB um 1 .780 MHz im Durchlaftband aufweist. Dies 
ist ein Effekt der Differenz der Reflexionscharakteris- 
tika des Reflektors zwischen den SAW-Filtern 101 
und 102 mit langsgekoppeltem Resonator. 
[0017] Die Konfiguration des SAW-Bauelements 
100 in Fig. 19 weist dahingehend ein Problem auf, 



daft eine Dampfung bei identischen Komponenten 
(Gleichtakt bzw. gemeinsame Mode) im unteren Be- 
reich des Durchlaftbands abnimmt. Fig. 22 zeigt Fre- 
quenz-zu-Gleichtakt-Dampfungscharakteristika des 
SAW-Bauelements 100 und des SAW-Bauelements 
120. Eine Gleichtaktdampfung um 1.640 auf 1.780 
MHz betragt in dem SAW-Bauelement 120 30 dB, 
wahrend sie in dem SAW-Bauelement 1 00 auf 23 dB 
abnimmt. 

[0018] Dies wird durch die Minderung der Amplitu- 
densymmetrie und der Phasensymmetrie im unteren 
Bereich des Durchlaftbands aufgrund der Differenz 
der Reflexionscharakteristika des Reflektors zwi- 
schen den SAW-Filtern 101 und 102 mit langsgekop- 
peltem Resonator bewirkt. Fur die neuesten 
SAW-Bauelemente, die eine Symmetrisch-zu-Un- 
symmetrisch-Umwandlungsfunktion aufweisen, ist es 
erforderlich, daft eine Dampfung nicht nur im Durch- 
laftband erhoht wird, sondern auch im Gleichtakt au- 
fterhalb des Durchlaftbands. Die Konfiguration des 
SAW-Bauelements 100 weist dahingehend ein tech- 
nisches Problem auf, daft die Anforderung nicht er- 
fullt werden kann. 

Aufgabenstellung 

[0019] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Oberflachenwellenbauelement, das Damp- 
fungscharakteristika in der Nahe eines Durchlaft- 
bands aufterhalb des Durchlaftbands beibehalt und 
eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwand- 
lungsfunktion, die gleichtaktmaftig verbessert ist, auf- 
weist, sowie eine Kommunikationsvorrichtung, die 
dasselbe umfaftt, zu schaffen. 

[0020] Diese Aufgabe wird durch ein Oberflachen- 
wellenbauelement gemaft den Anspruchen 1,5,6, 7, 
8, 10, 11, 15 und 16 und eine Kommunikationsvor- 
richtung gemaft Anspruch 17 gelost. 
[0021] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Oberflachenwellenbauelement, das die 
Dampfungscharakteristika in der Nahe eines Durch- 
laftbands aufterhalb des Durchlaftbands beibehalt 
und das eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Um- 
wandlungsfunktion aufweist, in der ein Gleichtakt ver- 
bessert wird, und eine Kommunikationsvorrichtung 
zu schaffen, die das Oberflachenwellenbauelement 
umfaftt. 

[0022] Gemaft einem Aspekt der vorliegenden Er- 
findung wird ein Oberflachenwellenbauelement ge- 
schaffen, das ein piezoelektrisches Substrat und ein 
erstes und ein zweites Oberflachenwellenfilterele- 
ment umfaftt, die auf dem piezoelektrischen Substrat 
angeordnet sind, um eine Symmetrisch-zu-Unsym- 
metrisch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, und 
die jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, die 
entlang einer Ausbreitungsrichtung der Oberflachen- 
wellen angeordnet sind, und einen ersten Reflektor 
und einen zweiten Reflektor umfassen, die so ange- 
ordnet sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwand- 
ler entlang der Ausbreitungsrichtung zwischen dem 
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ersten und dem zweiten Reflektor vorgesehen sind. 
Der erste und der zweite Reflektor unterscheiden 
sich bezuglich ihrer Struktur, und in dem ersten und 
dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement sind die 
ersten Reflektoren bezuglich ihrer Struktur identisch, 
und die zweiten Reflektoren sind ebenfalls bezuglich 
ihrer Struktur identisch. 

[0023] In anderen Worten konnen sich die ersten 
und die zweiten Reflektoren in dem ersten Oberfla- 
chenwellenfilterelement in ihrer Struktur unterschei- 
den, und die ersten und zweiten Reflektoren konnen 
sich in dem zweiten Oberflachenwellenelement in ih- 
rer Struktur unterscheiden, und die ersten und zwei- 
ten Reflektoren des ersten Oberflachenwellenfiltere- 
lements und die entsprechenden ersten und zweiten 
Reflektoren des zweiten Oberflachenwellenfilterele- 
ments konnen die gleiche Struktur aufweisen. 
[0024] Gemaft der vorstehenden Konfiguration um- 
faftt ein Oberflachenwellenbauelement zumindest 
zwei IDTs in eine Richtung, in die die Oberflachen- 
wellen ubertragen werden. Somit kann ein Oberfla- 
chenwellenbauelement eine Filterfunktion ausfuhren, 
bei der ermoglicht ist, daft ein elektrisches Signal mit 
einer Durchlaftbandfrequenz, die durch eine Um- 
wandlung zwischen einem elektrischen Signal in je- 
dem IDT und den Oberflachenwellen bestimmt wird, 
mit einer geringfugigen Beeintrachtigung passiert, 
und bei der ein elektrisches Signal aufterhalb des 
Durchlaftbands reduziert wird. 

[0025] Bei der vorstehenden Konfiguration sind das 
erste und das zweite Oberflachenwellenfilterelement 
so angeordnet, um eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen. Somit 
kann das Oberflachenwellenbauelement die Symme- 
trisch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion 
ausfuhren. 

[0026] Bei der vorstehenden Konfiguration unter- 
scheiden sich die ersten und zweiten Reflektoren be- 
zuglich ihrer Struktur. Somit kann vermieden werden, 
daft eine uberflussige Storkomponente aufterhalb 
des Durchlaftbands, speziell in der Nahe des Durch- 
laftbands, erzeugt wird, um eine Dampfung zu erho- 
hen, so daft die erforderliche Dampfung erhalten wer- 
den kann. 

[0027] Zusatzlich umfassen zwei Oberflachenwel- 
lenfilterelemente erste Reflektoren, die in ihrer Struk- 
tur identisch sind, und zweite Reflektoren, die in ihrer 
Struktur identisch sind. Somit kann eine Amplituden- 
symmetrie und Phasensymmetrie im unteren Bereich 
des Durchlaftbands verbessert werden. Dementspre- 
chend kann ein Oberflachenwellenbauelement, das 
eine grofte Dampfung im unteren Bereich des Durch- 
laftbands und eine grofte Gleichtaktdampfung auf- 
weist, geschaffen werden. 

[0028] Vorzugsweise unterscheidet sich die Anzahl 
von Elektrodenfingern in den ersten Reflektoren von 
der der Elektrodenfinger in den zweiten Reflektoren 
in den jeweiligen Oberflachenwellenfilterelementen. 
[0029] Vorzugsweise unterscheidet sich das Finger- 
breiteverhaltnis (duty) der ersten Reflektoren von der 



der zweiten Reflektoren in den jeweiligen Oberfla- 
chenwellenfilterelementen. 

[0030] Vorzugsweise unterscheidet sich der Elek- 
trodenfingerzwischenraum in den ersten Reflektoren 
von dem der zweiten Reflektoren in den jeweiligen 
Oberflachenwellenfilterelementen. 
[0031] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfil- 
terelement umfaftt, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
zuweisen, und diejeweils zumindest zwei Interdigital- 
wandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung der 
Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen ers- 
ten Reflektor und einen zweiten Reflektor umfassen, 
die so angeordnet sind, daft die zumindest zwei Int- 
erdigitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung 
zwischen dem ersten und dem zweiten Reflektor vor- 
gesehen sind. In jeweils dem ersten und dem zweiten 
Oberflachenwellenfilterelement unterscheidet sich 
die erste Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen dem ersten Reflektor und 
einem Interdigitalwandler, der benachbart zu demsel- 
ben ist, von einer zweiten Mitte-zu-Mitte-Entfernung 
der benachbarten Elektrodenfinger zwischen dem 
zweiten Reflektor und einem Interdigitalwandler, der 
zu demselben benachbart ist, und die erste und die 
zweite Mitte-zu-Mitte-Entfernung des ersten Oberfla- 
chenwellenfilterelements ist mit der entsprechenden 
ersten und zweiten Mitte-zu-Mitte-Entfernung des 
zweiten Oberflachenwellenfilterelements identisch. 
[0032] Gemaft der vorstehenden Konfiguration 
kann die Differenz in der Struktur zwischen den ers- 
ten und den zweiten Reflektoren eine uberflussige 
Storkomponente aufterhalb des Durchlaftbands, 
speziell in der Nahe des Durchlaftbands, reduzieren, 
wodurch eine Dampfung erhoht wird. Somit kann die 
erforderliche Dampfung ohne weiteres erhalten wer- 
den. 

[0033] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes und zweites Oberflachenwellenfiltere- 
lement umfasst, die auf dem piezoelektrischen Sub- 
strat angeordnet sind, um eine Symmetrisch-zu-Un- 
symmetrisch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, 
und die jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, 
die entlang einer Ausbreitungsrichtung der Oberfla- 
chenwellen angeordnet sind, und einen ersten Re- 
flektor und einen zweiten Reflektor umfassen, die so 
angeordnet sind, daft die zumindest zwei Interdigital- 
wandler entlang der Ausbreitungsrichtung zwischen 
dem ersten und dem zweiten Reflektor vorgesehen 
sind. Der erste und der zweite Reflektor sind durch 
Apodisation gewichtet, und in dem ersten und dem 
zweiten Oberflachenwellenfilterelement weisen die 
ersten Reflektoren eine identische Struktur auf, und 
die zweiten Reflektoren weisen eine identische 
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Struktur auf. 

[0034] Dies kann verhindern, daft eine Storkompo- 
nente aufterhalb des Durchlaftbands, speziell in der 
Nahe des Durchlaftbands, erzeugt wird. Somit kann 
die erforderliche Dampfung erhoht werden, wodurch 
die erforderliche Dampfung erhalten wird. 
[0035] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfil- 
terelement umfaftt, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Unriwandlungsfunktion auf- 
zuweisen, und die jeweils zumindest zwei Interdigital- 
wandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung der 
Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen ers- 
ten Reflektor und einen zweiten Reflektor umfassen, 
die angeordnet sind, daft die zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Reflektor vorge- 
sehen sind. Bei zumindest entweder dem ersten Re- 
flektor und/oder dem zweiten Reflektor unterscheidet 
sich zumindest entweder eine Elektrodenfingerbreite 
oder ein Elektrodenfingerzwischenraum im Vergleich 
zu den umgebenden Elektrodenfingern, und in dem 
ersten und dem zweiten Oberflachenwellenfilterele- 
ment sind die ersten Reflektoren in ihrer Struktur 
identisch, und die zweiten Reflektoren sind in ihrer 
Struktur identisch. 

[0036] Dadurch kann verhindert werden, daft eine 
Storkomponente aufterhalb des Durchlaftbands, 
speziell in der Nahe des Durchlaftbands, erzeugt 
wird. Somit kann die erforderliche Dampfung erhoht 
werden, wodurch die erforderliche Dampfung erhal- 
ten wird. 

[0037] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfil- 
terelement umfaftt, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
zuweisen, und die jeweils zumindest zwei Interdigital- 
wandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung der 
Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen ers- 
ten Reflektor und einen zweiten Reflektor umfassen, 
die so angeordnet sind, daft die zumindest zwei Int- 
erdigitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung 
zwischen dem ersten und dem zweiten Reflektor vor- 
gesehen sind. Bei zumindest entweder dem ersten 
Reflektor und/oder dem zweiten Reflektor unter- 
scheidet sich ein Fingerbreiteverhaltnis im Vergleich 
zu den umgebenden Elektrodenfingern, und in dem 
ersten und dem zweiten Oberflachenwellenfilterele- 
ment sind die ersten Reflektoren in ihrer Struktur 
identisch, und die zweiten Reflektoren sind in ihrer 
Struktur identisch. 

[0038] Dadurch kann verhindert werden, daft eine 
Storkomponente aufterhalb des Durchlaftbands, 
speziell in der Nahe des Durchlaftbands, erzeugt 



wird. Somit kann die erforderliche Dampfung erhoht 
werden, wodurch die erforderliche Dampfung erhal- 
ten wird. 

[0039] Das vorstehende Oberflachenwellenbauele- 
ment umfaftt vorzugsweise ein weiteres Oberfla- 
chenwellenfilterelement, das in einer Kaskade ge- 
schaltet ist. 

[0040] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberfla- 
chenwellenfilterelement umfaftt, die auf dem piezoe- 
lektrischen Substrat angeordnet sind, um eine Sym- 
metrisch-Unsymmetrisch-Umwandlungs-Funktion 
aufzuweisen, und die jeweils zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung 
der Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen 
Satz von Reflektoren umfassen, die so angeordnet 
sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen den gegen- 
uberliegenden Reflektoren des Satzes von Reflekto- 
ren vorgesehen sind. Das erste und das dritte Ober- 
flachenwellenfilterelement sind in einer Kaskade zu- 
einander geschaltet, und das zweite und das vierte 
Oberflachenwellenfilterelement sind zueinander in ei- 
ner Kaskade zueinander geschaltet. Das erste und 
das zweite Oberflachenwellenfilterelement weisen 
die gleichen Satze von Reflektoren auf, und das dritte 
und das vierte Oberflachenwellenfilterelement wei- 
sen die gleichen Satze von Reflektoren auf. Die Sat- 
ze von Reflektoren in dem ersten und dem zweiten 
Oberflachenwellenfilterelement unterscheiden sich in 
ihrer Struktur von den Satzen der Reflektoren in dem 
dritten und vierten Oberflachenwellenfilterelement. 
[0041] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberfla- 
chenwellenfilterelement umfaftt, die auf dem piezoe- 
lektrischen Substrat angeordnet sind, um eine Sym- 
metrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion 
aufzuweisen, und die jeweils zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung 
der Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen 
Satz von Reflektoren umfassen, die angeordnet sind, 
so daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen den gegen- 
uberliegenden Reflektoren des Satzes von Reflekto- 
ren vorgesehen sind. Das erste und das dritte Ober- 
flachenwellenfilterelement sind in einer Kaskade zu- 
einander geschaltet, und das zweite und das vierte 
Oberflachenwellenfilterelement sind in einer Kaska- 
de zueinander geschaltet. Das erste und das vierte 
Oberflachenwellenfilterelement weisen die gleichen 
Satze von Reflektoren auf, und das zweite und das 
dritte Oberflachenwellenfilterelement weisen die glei- 
chen Satze von Reflektoren auf. Die Satze von Re- 
flektoren in dem ersten und dem vierten Oberflachen- 
wellenfilterelement unterscheiden sich in ihrer Struk- 
tur von den Satzen der Reflektoren in dem zweiten 
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und dritten Oberflachenwellenfilterelement. 
[0042] Gemaft der vorstehenden Konfiguration um- 
faftt ein Oberflachenwellenbauelement zumindest 
zwei IDTs in einer Richtung, in die die Oberflachen- 
wellen ubertragen werden. Somit kann das Oberfla- 
chenwellenbauelement eine Filterfunktion ausfuhren, 
bei der ermoglicht ist, daft ein elektrisches Signal mit 
einer Durchlaftbandfrequenz, die durch eine Um- 
wandlung zwischen einem elektrischen Signal in je- 
dem IDT und den Oberflachenwellen bestimmt wird, 
mit einer geringfugigen Beeintrachtigung passiert 
und bei der ein elektrisches Signal aufterhalb des 
Durchlaftbands reduziert wird. 

[0043] Bei der vorstehenden Konfiguration sind die 
Oberflachenwellenfilterelemente so angeordnet, daft 
sie eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwand- 
lungsfunktion aufweisen. Somit kann das Oberfla- 
chenwellenbauelement die Symmetrisch-zu-Unsym- 
metrisch-Umwandlungsfunktion ausfuhren. 
[0044] Zusatzlich konnen bei der vorstehenden 
Konfiguration die umfaftten Reflektoren Oberflachen- 
wellen von einem IDT zu einem anderen IDT reflek- 
tieren. Somit kann eine Effizienz, mit der die erzeug- 
ten Oberflachenwellen in ein elektrisches Signal um- 
gewandelt werden, erhoht werden. 
[0045] Bei der vorstehenden Konfiguration unter- 
scheiden sich die Reflektoren in einem ersten Ober- 
flachenwellenfilterelement in ihrer Struktur von jenen 
in einem dritten Oberflachenwellenfilterelement, und 
die Reflektoren in einem zweiten Oberflachenwellen- 
filterelement unterscheiden sich in ihrer Struktur von 
jenen in einem vierten Oberflachenwellenfilterele- 
ment. Somit kann aufterhalb des Durchlaftbandes, 
speziell in der Nahe des Durchlaftbandes, verhindert 
werden, daft eine uberflussige Storkomponente er- 
zeugt wird, um eine Dampfung zu erhohen, so daft 
die erforderliche Dampfung erhalten werden kann. 
[0046] Zusatzlich sind bei den vier Oberflachenwel- 
lenfilterelementen die Reflektoren in einem ersten 
Oberflachenwellenfilterelement in ihrer Struktur mit 
jenen in einem zweiten Oberflachenwellenfilterele- 
ment identisch, und die Reflektoren in einem dritten 
Oberflachenwellenfilterelement sind in ihrer Struktur 
mit jenen in einem vierten Oberflachenwellenfilterele- 
ment identisch. Somit werden die Amplitudensymme- 
trie und die Phasensymmetrie im unteren Bereich 
des Durchlaftbands verbessert. Dementsprechend 
kann ein Oberflachenwellenbauelement geschaffen 
werden, das eine grofte Dampfung im unteren Be- 
reich des Durchlaftbands und eine grofte Gleichtakt- 
dampfung aufweist. 

[0047] In dem Oberflachenwellenbauelement unter- 
scheidet sich vorzugsweise die Anzahl von Elektro- 
denfingern des Reflektors eines ersten Oberflachen- 
wellenfilterelements von der des Reflektors in einem 
dritten Oberflachenwellenfilterelement, und die An- 
zahl von Elektrodenfingern des Reflektors eines 
zweiten Oberflachenwellenfilterelements unterschei- 
detsich von der des Reflektors eines vierten Oberfla- 
chenwellenfilterelements. 



[0048] In dem Oberflachenwellenbauelement unter- 
scheidet sich vorzugsweise das Fingerbreiteverhalt- 
nis des Reflektors eines ersten Oberflachenwellenfil- 
terelements von der des Reflektors eines dritten 
Oberflachenwellenfilterelements, und das Fingerbrei- 
teverhaltnis des Reflektors eines zweiten Oberfla- 
chenwellenfilterelements unterscheidet sich von der 
des Reflektors eines vierten Oberflachenwellenfilter- 
elements. 

[0049] Bei dem Oberflachenwellenbauelement un- 
terscheidet sich der Elektrodenfingerzwischenraum 
des Reflektors eines ersten Oberflachenwellenfiltere- 
lements vorzugsweise von dem des Reflektors eines 
dritten Oberflachenwellenfilterelements, und der 
Elektrodenfingerzwischenraum des Reflektors eines 
zweiten Oberflachenwellenfilterelements unterschei- 
det sich von dem des Reflektors eines vierten Ober- 
flachenwellenfilterelements. 

[0050] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberfla- 
chenwellenfilterelement umfaftt, die auf dem piezoe- 
lektrischen Substrat angeordnet sind, um eine Sym- 
metrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion 
aufzuweisen, und die jeweils zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung 
der Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen 
Satz von Reflektoren umfassen, die so angeordnet 
sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen den gegen- 
uberliegenden Reflektoren des Satzes von Reflekto- 
ren vorgesehen sind. Das erste und das dritte Ober- 
flachenwellenfilterelement sind in einer Kaskade zu- 
einander geschaltet, und das zweite und das vierte 
Oberflachenwellenfilterelement sind in einer Kaska- 
de zueinander geschaltet. Eine Mitte-zu-Mitte-Entfer- 
nung der benachbarten Elektrodenfinger zwischen 
einem der Reflektoren in dem ersten Oberflachen- 
wellenfilterelement und einem Interdigitalwandler, 
der zu demselben benachbart ist, unterscheidet sich 
von einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbar- 
ten Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren 
in dem dritten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist. Eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benach- 
barten Elektrodenfinger zwischen einem der Reflek- 
toren in dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement 
und einem Interdigitalwandler, der zu demselben be- 
nachbart ist, unterscheidet sich von einer Mit- 
te-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten Elektroden- 
finger zwischen einem der Reflektoren in dem vierten 
Oberflachenwellenfilterelement und einem Interdigi- 
talwandler, der zu demselben benachbart ist. Eine 
Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten Elektro- 
denfinger zwischen einem der Reflektoren in dem 
ersten Oberflachenwellenfilterelement und einem In- 
terdigitalwandler, der zu demselben benachbart ist, 
ist gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benach- 
barten Elektrodenfinger zwischen einem der Reflek- 
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toren in dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement 
und einem Interdigitalwandler, der zu demselben be- 
nachbart ist. Eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der be- 
nachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der Re- 
flektoren im dritten Oberflachenwellenfilterelement 
und einem Interdigitalwandler, derzu demselben be- 
nachbart ist, ist gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfer- 
nung der benachbarten Elektrodenfinger zwischen 
einem der Reflektoren in dem vierten Oberflachen- 
wellenfilterelement und einem Interdigitalwandler, 
derzu demselben benachbart ist. 
[0051] Bei der vorstehenden Konfiguration unter- 
scheiden sich die Reflektoren in dem ersten Oberfla- 
chenwellenfilterelement in ihrer Struktur von jenen in 
einem dritten Oberflachenwellenfilterelement, und 
die Reflektoren in einem zweiten Oberflachenwellen- 
filterelement unterscheiden sich in ihrer Struktur von 
jenen in einem vierten Oberflachenwellenfilterele- 
ment. Somit kann aufterhalb des Durchlaftbandes, 
speziell in der Nahe des Durchlaftbandes, verhindert 
werden, daft eine uberflussige Storkomponente er- 
zeugt wird, um eine Dampfung zu erhohen, so daft 
die erforderliche Dampfung erhalten werden kann. 
[0052] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Oberflachenwellenbauele- 
ment geschaffen, das ein piezoelektrisches Substrat 
und ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberfla- 
chenwellenfilterelement umfaftt, die auf dem piezoe- 
lektrischen Substrat angeordnet sind, um eine Sym- 
metrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion 
aufzuweisen, und die jeweils zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler, die entlang einer Ausbreitungsrichtung 
der Oberflachenwellen angeordnet sind, und einen 
Satz von Reflektoren umfassen, die so angeordnet 
sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen den gegen- 
uberliegenden Reflektoren des Satzes von Reflekto- 
ren vorgesehen sind. Das erste und das dritte Ober- 
flachenwellenfilterelement sind in einer Kaskade zu- 
einander geschaltet, und das zweite und das vierte 
Oberflachenwellenfilterelement sind in einer Kaska- 
de zueinander geschaltet. Eine Mitte-zu-Mitte-Entfer- 
nung der benachbarten Elektrodenfinger zwischen 
einem der Reflektoren in dem ersten Oberflachen- 
wellenfilterelement und einem Interdigitalwandler, 
der zu demselben benachbart ist, unterscheidet sich 
von einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbar- 
ten Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren 
in dem dritten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist. Eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benach- 
barten Elektrodenfinger zwischen einem der Reflek- 
toren in dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement 
und einem Interdigitalwandler, derzu demselben be- 
nachbart ist, unterscheidet sich von einer Mit- 
te-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten Elektroden- 
finger zwischen einem der Reflektoren in dem vierten 
Oberflachenwellenfilterelement und einem Interdigi- 
talwandler, der zu demselben benachbart ist. Eine 
Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten Elektro- 



denfinger zwischen einem der Reflektoren in dem 
ersten Oberflachenwellenfilterelement und einem In- 
terdigitalwandler, der zu demselben benachbart ist, 
ist gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benach- 
barten Elektrodenfinger zwischen einem der Reflek- 
toren in dem vierten Oberflachenwellenfilterelement 
und einem Interdigitalwandler, derzu demselben be- 
nachbart ist. Eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der be- 
nachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der Re- 
flektoren in dem zweiten Oberflachenwellenfilterele- 
ment und einem Interdigitalwandler, der zu demsel- 
ben benachbart ist, ist gleich einer Mitte-zu-Mit- 
te-Entfernung der benachbarten Elektrodenfinger 
zwischen einem der Reflektoren in dem dritten Ober- 
flachenwellenfilterelement und einem Interdigital- 
wandler, derzu demselben benachbart ist. 
[0053] Gemaft der vorstehenden Konfiguration un- 
terscheiden sich die Reflektoren in einem ersten 
Oberflachenwellenfilterelement in ihrer Struktur von 
jenen in einem dritten Oberflachenwellenfilterele- 
ment, und die Reflektoren in einem zweiten Oberfla- 
chenwellenfilterelement unterscheiden sich in ihrer 
Struktur von jenen in einem vierten Oberflachenwel- 
lenfilterelement. Somit kann aufterhalb des Durch- 
laftbandes, speziell in der Nahe des Durchlaftban- 
des, verhindert werden, daft eine uberflussige Stor- 
komponente erzeugt wird, um eine Dampfung zu er- 
hohen, so daft die erforderliche Dampfung erhalten 
werden kann. 

[0054] Gemaft einem weiteren Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung wird eine Kommunikationsvorrich- 
tung, die eines der vorstehenden Oberflachenwellen- 
bauelemente umfaftt, geschaffen. 
[0055] Gemaft der vorliegenden Erfindung wird 
durch Verwenden einer Konfiguration, bei der ein 
Oberflachenwellenbauelement eine grofte Dampfung 
im unteren Bereich des Durchlaftbands und eine gro- 
fte Gleichtaktdampfung aufweist, eine Kommunikati- 
onsvorrichtung, die eine grofte Dampfung im unteren 
Bereich des Durchlaftbands und eine grofte Gleicht- 
aktdampfung aufweist, geschaffen. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0056] Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug neh- 
mend auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlau- 
tert. Es zeigen: 

[0057] Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm ei- 
nes SAW-Bauelements gemaft einem Ausfuhrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung, 
[0058] Fig. 2 eine Schnittansicht der Hauptab- 
schnitte des SAW-Bauelements gemaft dem vorste- 
henden Ausfuhrungsbeispiel, das in einem Gehause 
realisiert ist, 

[0059] Fig. 3 ein schematisches Blockdiagramm ei- 
nes SAW-Bauelements gemaft einem vergleichbaren 
Beispiel 1 , 

[0060] Fig. 4 einen Graphen, der Akustik-Fre- 
quenz-zu-Einfugungsverlust-Charakteristika des 
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SAW-Bauelements in Fig. 1 und das SAW-Bauele- 
ment (vergleichbares Beispiel 2) in Fig. 2 zeigt, 
[0061] Fig. 5 einen Graphen, der Fre- 
quenz-zu-Gleichtakt-Dampfungscharakteristika des 
SAW-Bauelements in Fig. 1 und das SAW-Bauele- 
ment (vergleichbares Beispiel 2) in Fig. 2 zeigt, 
[0062] Fig. 6 ein schematisches Blockdiagramm ei- 
ner Modifizierung des SAW-Bauelements in Fig. 1 , 
[0063] Fig. 7 ein schematisches Blockdiagramm ei- 
nerweiteren Modifizierung des SAW-Bauelements in 
Fig. 1, 

[0064] Fig. 8 ein schematisches Blockdiagramm ei- 
nerweiteren Modifizierung des SAW-Bauelements in 
Fig. 1, 

[0065] Fig. 9 ein schematisches Blockdiagramm 
von noch einer weiteren Modifizierung des 
SAW-Bauelements in Fig. 1, 

[0066] Fig. 10 eine Schnittansicht, die einen Her- 
stellungsprozeft des SAW-Bauelements gemaft dem 
vorstehenden Ausfuhrungsbeispiel zeigt, 
[0067] Fig. 11 eine Schnittansicht, die einen weite- 
ren Herstellungsprozefc des SAW-Bauelements ge- 
mafi dem vorstehenden Ausfuhrungsbeispiel zeigt, 
[0068] Fig. 12 ein schematisches Blockdiagramm 
einer weiteren Modifizierung des SAW-Bauelements 
in Fig. 1 , 

[0069] Fig. 13 ein schematisches Blockdiagramm 
von noch einer weiteren Modifizierung des 
SAW-Bauelements in Fig. 1, 

[0070] Fig. 14 ein schematisches Blockdiagramm 
von noch einer weiteren Modifizierung des 
SAW-Bauelements in Fig. 1, 

[0071] Fig. 15 ein schematisches Blockdiagramm 
eines SAW-Bauelements gemaft einem weiteren 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, 
[0072] Fig. 16 ein schematisches Blockdiagramm 
einer Modifizierung des SAW-Bauelements in 
Fig. 15, 

[0073] Fig. 17 ein schematisches Blockdiagramm 
einer weiteren Modifizierung des SAW-Bauelements 
in Fig. 15, 

[0074] Fig. 18 ein schematisches Blockdiagramm 
einer weiteren Modifizierung des SAW-Bauelements 
in Fig. 15, 

[0075] Fig. 19 ein schematisches Blockdiagramm 
eines SAW-Bauelements der verwandten Technik, 
[0076] Fig. 20 ein schematisches Blockdiagramm 
eines SAW-Bauelements gemaft einem vergleichba- 
ren Beispiel 1 , 

[0077] Fig. 21 einen Graphen, der Akustik-Fre- 
quenz-zu-Einfugungsverlust-Charakteristika des 
SAW-Bauelements der verwandten Technik und das 
SAW-Bauelement (vergleichbares Beispiel 1) zeigt, 
[0078] Fig. 22 einen Graphen, der Fre- 
quenz-zu-Gleichtakt-Dampfungscharakteristika des 
SAW-Bauelements der verwandten Technik und das 
SAW-Bauelement (vergleichbares Beispiel 1) zeigt, 
[0079] Fig. 23 ein Blockdiagramm von Hauptab- 
schnitten einer Kommunikationsvorrichtung, in der 
ein SAW-Bauelement wie bei jedem Ausfuhrungsbei- 



spiel verwendet wird, und 

[0080] Fig. 24 ein schematisches Blockdiagramm 
eines herkommlichen SAW-Bauelements. 

Ausfuhrungsbeispiel 1 

[0081] Ein Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf 
Fig. 1 bis 11 beschrieben. Bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel wird ein Oberflachenwellenbauelement fur 
einen Empfang in einem DCS (DCS = digital commu- 
nication system = digitales Kommunikationssystem) 
als Beispiel beschrieben. 

[0082] Fig. 1 zeigt die Konfiguration der Hauptkom- 
ponenten eines SAW-Bauelements 200 gemaft die- 
sem Ausfuhrungsbeispiel. Das SAW-Bauelement 
200 umfafct auf einem piezoelektrischen Substrat 
(nicht gezeigt) zwei SAW-Filter 201 und 202 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator und die SAW-Filter 
203 und 204, die jeweils mit den SAW-Filtern 201 und 
202 in Reihe geschaltet sind. Die SAW-Filter 201 und 
202 mit einem langsgekoppelten Resonator und die 
SAW-Resonatoren 203 und 204 sind durch Alumini- 
umelektroden gebildet. Bei diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel wird ein 40 + 5-Grad-Y-Schnitt-X-Ubertra- 
gungs-UTa0 3 -Substrat als das piezoelektrische Sub- 
strat verwendet. Das SAW-Bauelement 200 verwen- 
det die SAW-Filter 201 und 202 mit einem langsge- 
koppelten Resonator, um eine Symmetrisch-zu-Un- 
symmetrisch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen. 
Hier wird ein Beispiel erwahnt, bei dem, in dem 
SAW-Bauelement 200, die Impedanz eines Unsym- 
metrisches-Signalanschlusses 50 Q ist und die Impe- 
danz eines Symmetrisches-Signalanschlusses 150 
Q ist. 

[0083] Bei der Konfiguration des SAW-Filters 201 
mit einem langsgekoppelten Resonator sind die Int- 
erdigitalwandler 205 und 207 mit einem IDT 206, der 
zwischen denselben vorgesehen ist, gebildet, und 
die Reflektoren 208 und 209 sind auf den Seiten der 
IDTs 205 und 207 gebildet. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, 
weisen die IDTs 205 und 206, die benachbart zuein- 
ander sind, und die IDTs 206 und 207, die benachbart 
zueinander sind, einen Elektrodenfingerzwischen- 
raum auf, der schmaler ist als der in den Abschnitten 
deranderen IDTs (Schmalabstands-Elektrodenfinge- 
rabschnitte 218 und 219). Bei der Konfiguration des 
SAW-Filters 202 mit einem langsgekoppelten Reso- 
nator sind die IDTs 210 und 212 mit einem IDT 211 , 
der zwischen denselben vorgesehen ist, gebildet, 
und die Reflektoren 213 und 214 sind auf den Seiten 
der beiden Reflektoren gebildet. 
[0084] Wie bei dem SAW-Filter 201 mit einem 
langsgekoppelten Resonator ist der Schmalabst- 
ands-Elektrodenfingerabschnitt 220 zwischen den 
IDTs 210 und 211 vorgesehen, und ein Schmalabst- 
ands-Elektrodenfingerabschnitt 221 ist zwischen den 
IDTs 211 und 212 vorgesehen. Die Richtungen der 
IDTs 210 und 212 in dem SAW-Filter 202 mit einem 
langsgekoppelten Resonator weisen ebenfalls eine 
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inverse Beziehung in einer interdigitalen Lange mit 
den IDTs 205 und 207 in dem SAW-Filter 201 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator auf. Somit ist die 
Phase eines Ausgangssignal zu einem Eingangssig- 
nal bei dem SAW-Filter 202 mit einem langsgekop- 
pelten Resonator im Vergleich zu dem SAW-Filter 

201 mit einem langsgekoppelten Resonator nahe- 
rungsweise um 180 Grad invertiert. 

[0085] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel sind der IDT 
206 in dem SAW-Filter 201 mit einem langsgekoppel- 
ten Resonator und der IDT 211 in dem SAW-Filter 

202 mit einem langsgekoppelten Resonator mit ei- 
nem Unsymmetrisches-Signalanschluft 215 verbun- 
den. Die IDTs 205 und 207 in dem SAW-Filter 201 mit 
einem langsgekoppelten Resonator sind ist einem 
Symmetrisches-Signalanschluft 216 verbunden, und 
die IDTs 210 und 212 sind in dem SAW-Filter 202 mit 
einem langsgekoppelten Resonator mit einem Sym- 
metrisches-Signalanschluft 217 verbunden. 

[0086] Beide SAW-Resonatoren 203 und 204 sind 
in ihrer Struktur identisch. Die Reflektoren 222 und 
224 sind mit einem IDT 223, der zwischen denselben 
vorgesehen ist, gebildet, und die Reflektoren 225 und 
227 sind mit einem IDT 226, der zwischen denselben 
vorgesehen ist, gebildet. 

[0087] Anschlieftend ist eine Schnittansicht eines 
SAW-Bauelements, das bei diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel in einem Gehause untergebracht ist, in Fig. 2 
gezeigt. Das SAW-Bauelement weist eine Struktur 
auf, die durch eine Flip-Chip-Technik gebildet wurde, 
bei der eine Leitung zwischen dem Gehause und ei- 
nem piezoelektrischen Substrat 305, auf dem ein 
SAW-Filter eingerichtet ist, durch Kontakthugelver- 
bindungsabschnitte 306 erfolgt. 
[0088] Das vorstehende Gehause weist eine Dual- 
schichtstruktur auf und weist eine Bodenplatte 301, 
Seitenwande 302, eine Chipanbringungsoberflache 
303 und eine Abdeckung 304 auf. Die Bodenplatte 
301 ist beispielsweise rechteckig, und in den vier pe- 
ripheren Abschnitten derselben sind die Seitenwan- 
de 302 in stehender Weise angeordnet. Die Abde- 
ckung 303 deckt eine Offnung ab, die durch die Sei- 
tenwande 203 gebildet ist. Auf deroberen (internen) 
Oberflache der Bodenplatte 301 ist die Chipanbrin- 
gungsoberflache 303 gebildet, die eine Leitung mit 
dem piezoelektrischen Substrat 305 einrichtet. Das 
piezoelektrische Substrat 305 und die Chipanbrin- 
gungsoberflache 303 sind miteinander durch den 
Kontakthugelverbindungsabschnitt 306 verbunden. 
[0089] In dem SAW-Bauelement 200, das ein langs- 
gekoppelter Resonatortyp ist, unterscheidet sich die 
Anzahl von Elektrodenfingern des Reflektors 209 von 
der des Reflektors 208, und die Anzahl von Elektro- 
denfingern auf dem Reflektor 214 unterscheidet sich 
von der des Reflektors 214. Die Reflektoren 208 und 
21 3 weisen die gleiche Anzahl von Elektrodenfingern 
auf, und die Reflektoren 209 und 214 weisen die glei- 
che Anzahl von Elektrodenfingern auf. 
[0090] Ein Beispiel eines ausfuhrlichen Entwurfs 
von jeweils den SAW-Filtern 201 und 202 mit einem 



langsgekoppelten Resonator ist wie folgt: 

wenn eine Wellenlange, die durch den Abstand der 

Elektrodenfinger bestimmt wird, in einem Fall, in dem 

der Abstand nicht verengt ist, durch Al dargestellt ist, 

betragt die interdigitale Lange 41 ,8 A, 

die Anzahl von Elektrodenfingern von jedem IDT: (in 

der Ordnung der IDTs 205, 206 und 207): 18 (3)/(3) 

33 (3)/(3) 18 (die in Klammern stehende Zahl zeigt 

die Zahl der Elektrodenfinger an, die einen verengten 

Abstand aufweisen), 

die Anzahl von Elektrodenfingern von jedem Reflek- 
tor: 60 (Reflektoren 208 und 213); 90 (Reflektoren 
209 und 214) 

Fingerbreiteverhaltnis: 0,72 (IDT); 0,57 (Reflektor) 
Elektrodenfilmdicke: 0,092 Al 

[0091] Zusatzlich ist ein Beispiel eines ausfuhrli- 
chen Entwurfs von jeweils den SAW-Resonatoren 
203 und 204 wie folgt: 
interdigitale Lange: 34,9 Al 

die Anzahl von Elektrodenfingern von jedem IDT: 250 
die Anzahl von Elektrodenfingern von jedem Reflek- 
tor: 15 

Fingerbreiteverhaltnis: 0,60 
Elektrodenfilmdicke: 0,093 Al 

[0092] Als Vergleich zu dem SAW-Bauelement 200 
gemaft diesem Ausfuhrungsbeispiel ist ein 
SAW-Bauelement 250 entsprechend dem Ver- 
gleichsbeispiel 2 in Fig. 3 gezeigt. Das SAW-Bauele- 
ment 250 weist eine Konfiguration auf, bei der die Re- 
flektoren 208 und 214 in dem SAW-Bauelement 200 
durch die Reflektoren 208' und 214' ersetzt sind. Der 
Reflektor 208' ist in seiner Struktur mit dem Reflektor 
209 identisch, und der Reflektor 214 ist in seiner 
Struktur mit dem Reflektor 213 identisch. In anderen 
Worten ist die Anzahl der Reflektoren 208' und die 
Anzahl der Reflektoren 209 bezuglich der Entwurf- 
sparameter in dem SAW-Bauelement 250 jeweils auf 
60 eingestellt, und die Anzahl der Reflektoren 213 
und die Anzahl der Reflektoren 214' ist jeweils auf 90 
eingestellt. 

[0093] Die anderen Entwurfsparameter sind ahnlich 
jenen in dem SAW-Bauelement 200. 
[0094] Die Frequenz-zu-Einfugungsverlustcharak- 
teristika des SAW-Bauelements 200 und des 
SAW-Bauelements 250 in dem Vergleichsbeispiel 2 
sind in Fig. 4 gezeigt, und die Frequenz-zu-Gleicht- 
aktdampfungscharakteristika des SAW-Bauelements 
200 und des SAW-Bauelements 250 in dem Ver- 
gleichsbeispiel 2 sind in Fig. 5 gezeigt. 
[0095] Fig. 4 ist zu entnehmen, daft bezuglich der 
Dampfung um 1.780 MHz im Durchlaftband zwi- 
schen dem SAW-Bauelement 200 und dem 
SAW-Bauelement 250 bei dem Vergleichsbeispiel 2 
nahezu kein Unterschied besteht. Dies ist darin be- 
grundet, daft, durch Einstellen der Anzahl von Elek- 
trodenfingern des Reflektors 209, um sich von der 
des Reflektors 208 zu unterscheiden, und Einstellen 
der Anzahl von Elektrodenfingern des Reflektors 
214, um sich von der des Reflektors 213 zu unter- 
scheiden, ein Prellen der Reflexionscharakteristika 
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des Reflektors, das im unteren Bereich des Durch- 
laftbands eintritt, aufgehoben werden kann, wodurch 
eine Storkomponente im unteren Bereich des Durch- 
laftbands verbessert wird. 

[0096] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 weist das 
SAW-Bauelement 250 in dem Vergleichsbeispiel 2 
ebenfalls eine Gleichtaktdampfung von naherungs- 
weise 23 dB urn 1.640 auf 1.780 MHz auf, wahrend 
das SAW-Bauelement 200 eine Dampfung von nahe- 
rungsweise 30 dB aufweist. In anderen Worten wurde 
festgestellt, daft die Gleichtaktdampfung verbessert 
wird. Diese Verbesserung der Gleichtaktdampfung ist 
ein Effekt des Verbessern der Amplitudensymmetrie 
und der Phasensymmetrie des unteren Bereichs des 
Durchlaftbands in den SAW-Filtern 201 und 202 mit 
langsgekoppeltem Resonatoren im Vergleich zu dem 
SAW-Bauelement in dem Vergleichsbeispiel 2, indem 
die Anzahl von Elektrodenfingern der Reflektoren 
208 und 213 eingestellt ist, um einen gleichen Wert 
aufzuweisen, und indem die Anzahl von Elektroden- 
fingern der Reflektoren 209 und 214 eingestellt ist, 
um einen gleichen Wert aufzuweisen. 
[0097] Dieser Effekt kann auch durch Gleichsetzen 
der Anzahl von Elektrodenfingern der Reflektoren 
208 und 214 und durch Gleichsetzen der Anzahl von 
Elektrodenfingern der Reflektoren 209 und 213 er- 
reicht werden. 

[0098] Wie vorstehend beschrieben, werden bei 
dem SAW-Bauelement 200 gemaft diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel zwei SAW-Filter 201 und 202 mit langs- 
gekoppeltem Resonator, in denen die SAW-Resona- 
toren in Reihe geschaltet sind, verwendet, um die 
Phasen der SAW-Filter 201 und 202 mit langsgekop- 
peltem Resonator um naherungsweise 180 Grad zu 
verschieben, wodurch die Symmetrisch-zu-Unsym- 
metrisch-Umwandlungsfunktion eingerichtet wird. 
[0099] Zusatzlich ist die Anzahl der Elektrodenfin- 
ger des Reflektors 209 so eingestellt, um sich von der 
des Reflektors 208 zu unterscheiden, und die Anzahl 
der Elektrodenfinger des Reflektors 208 ist so einge- 
stellt, um sich von der des Reflektors 213 zu unter- 
scheiden. Dies kann eine Dampfung im unteren Be- 
reich des Durchlaftbands im SAW-Bauelement 200 
deutlich erhohen. 

[0100] Aufterdem ist die Anzahl der Elektrodenfin- 
ger der Reflektoren 208 und 214 eingestellt, um 
gleich zu sein, und die Anzahl der Elektrodenfinger 
der Reflektoren 209 und 21 3 ist eingestellt, um gleich 
zu sein. In anderen Worten sind die Strukturen der 
Reflektoren 208 und 214 miteinander identisch, und 
die Strukturen der Reflektoren 209 und 213 sind mit- 
einander identisch. Dies kann die Gleichtaktdamp- 
fung im unteren Bereich des Durchlaftbands im 
SAW-Bauelement 200 deutlich erhohen. 
[0101] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement erhalten, das gute Dampfungscha- 
rakteristika in der Nahe des Durchlaftbandes aufter- 
halb des Durchlaftbandes aufweist und das eine 
Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungs- 
funktion aufweist. Speziell wird ein SAW-Bauelement 



erhalten, das eine grofte Dampfung im unteren Be- 
reich des Durchlaftbands und eine grofte Gleichtakt- 
dampfung aufweist. 

[0102] Bezuglich des SAW-Bauelements 200 ge- 
maft diesem Ausfuhrungsbeispiel ist ein Fall gezeigt, 
in dem die Anzahl von Elektrodenfingern des Reflek- 
tors 209 sich von der des Reflektors 208 unterschei- 
det, und die Anzahl von Elektrodenfingern des Re- 
flektors 214 sich von der des Reflektors 213 unter- 
scheidet. Wenn jedoch in einem anderen Punkt, au- 
fter der Anzahl von Elektrodenfingern des Reflektors, 
ein Unterschied besteht, konnen nahezu ahnliche Ef- 
fekte erreicht werden. 

[01 03] Ein SAW-Bauelement 260 (in Fig. 6 gezeigt) 
gemaft einer Modifizierung 1 weist beispielsweise 
eine Konfiguration auf, bei der, in dem SAW-Bauele- 
ment 200, das Fingerbreiteverhaltnis des Reflektors 
209 eingestellt ist, um sich von der des Reflektors 
208 zu unterscheiden, und das Fingerbreiteverhaltnis 
des Reflektors 214 so eingestellt ist, um sich von der 
des Reflektors 213 zu unterscheiden. 
[01 04] Bei der Konfiguration des SAW-Bauelements 
260 weisen die Reflektoren 208 und 213 in dem 
SAW-Bauelement 200 ebenfalls das gleiche Finger- 
breiteverhaltnis auf, und die Reflektoren 209 und 214 
weisen das gleiche Fingerbreiteverhaltnis auf. In an- 
deren Worten sind die Strukturen der Reflektoren 208 
und 214 miteinander identisch, und die Strukturen 
der Reflektoren 209 und 213 sind miteinander iden- 
tisch. 

[0105] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement erhalten, das gute Dampfungscha- 
rakteristika in der Nahe des Durchlaftbands aufweist 
und das eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Um- 
wandlungsfunktion aufweist. Ein SAW-Bauelement, 
das eine grofte Dampfung im unteren Bereich des 
Durchlaftbands und eine grofte Gleichtaktdampfung 
aufweist, wird ebenfalls erhalten. 
[0106] Wie Fig. 7 zeigt, weist auch ein SAW-Baue- 
lement 261 gemaft der Modifizierung 2 eine Konfigu- 
ration auf, bei der, in dem SAW-Bauelement 200, der 
Reflektor 209 einen Elektrodenfingerzwischenraum 
aufweist, der sich von dem des Reflektors 208 zu un- 
terscheidet, und der Reflektor 214 weist einen Elek- 
trodenfingerzwischenraum auf, der sich von dem des 
Reflektors 213 zu unterscheidet. 
[01 07] Bei der Konfiguration des SAW-Bauelements 
260, in dem SAW-Bauelement 200, weisen die Re- 
flektoren 208 und 213 ebenfalls den gleichen Elektro- 
denfingerzwischenraum auf, und die Reflektoren 209 
und 214 weisen den gleichen Elektrodenfingerzwi- 
schenraum auf. In anderen Worten sind die Struktu- 
ren der Reflektoren 208 und 214 miteinander iden- 
tisch, und die Strukturen der Reflektoren 209 und 213 
sind miteinander identisch. 

[0108] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement erhalten, das gute Dampfungscha- 
rakteristika in der Nahe des Durchlaftbands aufter- 
halb des Durchlaftbands und eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
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weist. Speziell wird ein SAW-Bauelement erhalten, 
das eine grofce Dampfung im unteren Bereich des 
Durchlaftbands und eine grofce Gleichtaktdampfung 
aufweist. 

[0109] Wie Fig. 8 zeigt, weist ein SAW-Bauelement 

262 gemaft Modifizierung 3 ebenfalls eine Konfigura- 
tion auf, bei der, in dem SAW-Bauelement 200, sich 
die Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger a zwischen dem Reflektor 208 und 
dem IDT 205, der zu demselben benachbart ist, von 
der Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger b zwischen dem Reflektor 209 und 
dem IDT 207, der zu demselben benachbart ist, un- 
terscheidet. Bei der Konfiguration des SAW-Bauele- 
ments 262, in dem SAW-Bauelement 200, unter- 
scheidet sich die Mitte-zu-Mitte-Entfernung der be- 
nachbarten Elektrodenfinger c zwischen dem Reflek- 
tor 213 und dem IDT 210, der zu demselben benach- 
bart ist, von der Mitte-zu-Mitte-Entfernung der be- 
nachbarten Elektrodenfinger d zwischen dem Reflek- 
tor 214 und dem IDT 212, der zu demselben benach- 
bart ist. 

[0110] Die Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benach- 
barten Elektrodenfinger a ist gleich der Mitte-zu-Mit- 
te-Entfernung der benachbarten Elektrodenfinger c, 
und die Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger b ist gleich der Mitte-zu-Mitte-Ent- 
fernung der benachbarten Elektrodenfinger d. 
[0111] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement, dasgute Dampfungscharakteristi- 
ka in der Nahe des Durchla&bands aufterhalb des 
Durchlaftbands und eine Symmetrisch-zu-Unsym- 
metrisch-Umwandlungsfunktion aufweist, erhalten. 
Ebenfalls wird ein SAW-Bauelement, das eine gro&e 
Dampfung im unteren Bereich des Durchlaftbands 
und eine grofte Gleichtaktdampfung aufweist, erhal- 
ten. 

[0112] Wie Fig. 9 zeigt, weist ein SAW-Bauelement 

263 gemafc Modifizierung 4 ebenfalls eine Konfigura- 
tion auf, bei der, in dem SAW-Bauelement 200, ein 
SAW-Filter 401 miteinem langsgekoppelten Resona- 
tor mit den SAW-Filtern 201 und 202 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator in Kaskade geschaltet ist. 
Dies kann bewirken, daft das SAW-Bauelement 263 
gute Dampfungscharakteristika in der Nahe des 
Durchlaftbands aufterhalb des Durchlaftbands und 
eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwand- 
lungsfunktion aufweist. Speziell wird ein SAW-Baue- 
lement erhalten, das eine grofte Dampfung im unte- 
ren Bereich des Durchlaftbands und eine grofte 
Gleichtaktdampfung aufweist. 

[0113] Bei dem SAW-Bauelement 263 werden unter 
den drei IDTs die Phasen derzwei IDTs invertiert, wo- 
durch eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Um- 
wandlungsfunktion erhalten wird. Die Anzahl der 
Elektrodenfinger von jedem IDT ist jedoch nicht auf 
drei beschrankt, wenn die Symmetrisch-zu-Unsym- 
metrisch-Umwandlungsfunktion erhalten werden 
kann. Durch Verwendung der IDTs, bei denen zumin- 
dest zwei Phasen invertiert werden, kann beispiels- 



weise eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Um- 
wandlungsfunktion erhalten werden. 
[0114] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist ein 
SAW-Bauelement, das eine Form aufweist, die unter 
Verwendung eines Vorderseite-nach-unten-Verfah- 
rens gehaust wurde, um eine Leitung zwischen dem 
Gehause und dem piezoelektrischen Substrat einzu- 
richten, unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben 
worden. Die Leitung zwischen dem Gehause und 
dem piezoelektrischen Substrat kann jedoch durch 
Verwenden einer Drahtverbindungstechnik einge- 
richtet werden. In Fig. 2 wird das Vordersei- 
te-nach-unten-Verfahren verwendet, um ein 
SAW-Bauelement mit einem Gehause zu verbinden. 
Eine Verbindungstechnik ist jedoch nicht auf die Vor- 
derseite-nach-unten-Technik beschrankt. Wie 
Fig. 10 zeigt, kann beispielsweise ein gehaustes 
SAW-Bauelement durch Verbinden eines piezoelekt- 
rischen Substrats 452 mit einer Hauptbasis 451 
durch Verwenden einer Flip-Chip-Technik erzeugt 
werden, wobei die Hauptbasis 451 und das piezoe- 
lektrische Substrat 452 versiegelt werden, indem bei- 
de mit Harz 453 bedeckt werden und die Versiegelten 
in Gehauseeinheiten (Bausteineinheiten) vereinzelt 
werden. Wie Fig. 11 zeigt, kann auch ein gehaustes 
SAW-Bauelement erzeugt werden, indem ein piezoe- 
lektrisches Substrat 462 mit einer Hauptbasis 461 
verbunden wird, indem die Flip-Chip-Technik verwen- 
det wird, wobei die Hauptbasis 461 und das piezoe- 
lektrische Substrat 462 durch Verwendung der 
Flip-Chip-Technik versiegelt werden, indem beide mit 
einem Harzmaterial 463 bedeckt werden und die Ver- 
siegelten in Gehauseeinheiten vereinzelt werden. 
[0115] In dem vorstehenden Fall wird ein 40 ± 
5-Grad-Y-Schnitt-X-0bertragungs-LiTaO 3 -Substrat 
verwendet. Wie anhand des Grundsatzes zu ersehen 
ist, gemafc dem die Vorteile erhalten werden konnen, 
konnen bei der vorliegenden Erfindung durch Ver- 
wendung von nicht nur dem vorstehenden Substrat, 
sondern auch von Substraten, wie z. B. dem 
64-72-Grad-Y-Schnitt-X-0bertragungs-LiNbO 3 -Sub- 
strat und einem 41-Grad-Y-Schnitt-X-Ubertra- 
gungs-LiNb0 3 -Substrat, ahnliche Vorteile erreicht 
werden. 

Ausfuhrungsbeispiel 2 

[0116] Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung ist nachstehend unter Bezugnah- 
me auf Fig. 12 bis 14 beschrieben. Um die Beschrei- 
bung kurz zu halten, indem identische Bezugszei- 
chen verwendet werden, um Baugliederzu bezeich- 
nen, die in ihrer Funktion mit jenen, die bei Ausfuh- 
rungsbeispiel 1 beschrieben wurden, identisch sind, 
wird auf die Beschreibung der Bauglieder verzichtet. 
[0117] Das Ausfuhrungsbeispiel 1 verwendet ein 
Verfahren zum Verringern einer Storkomponente im 
unteren Bereich des Durchlaftbands durch Verwen- 
den einer Konfiguration, bei der in den SAW-Filtern 
201 und 202 mit langsgekoppeltem Resonator die 



11/42 



DE 103 43 296 A1 2004.04.08 



Reflektoren, die zu den Reflektoren 208 und 213 (in 
eine Richtung, in die die Oberflachenwellen ubertra- 
gen werden) benachbart sind, sich in ihrer Struktur 
unterscheiden, und die Reflektoren, die zu den Re- 
flektoren 209 und 214 (in eine Richtung, in die die 
Oberflachenwellen ubertragen werden) benachbart 
sind, sich in ihrer Struktur unterscheiden. Bei dem 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel wird ein Verfahren be- 
schrieben, das die Storkomponente im unteren Be- 
reich des Durchlaftbands durch Verwenden des rech- 
ten und des linken Reflektors mit der gleichen Struk- 
tur reduziert. Spezifische Konfigurationen des 
SAW-Bauelements werden nachstehend unter Be- 
zugnahme auf Fig. 12 bis 14 beschrieben. 
[0118] Wie Fig. 12 zeigt, weist ein SAW-Bauele- 
ment 264 eine Konfiguration auf, bei der, in dem 
SAW-Bauelement 200, die Reflektoren 208, 209, 213 
und 214 in ihrer Struktur identisch sind und durch 
eine Apodisation gewichtet sind. 
[0119] Dadurch kann ein SAW-Bauelement gebildet 
werden, das die Storkomponente im unteren Bereich 
des Durchlaftbands reduziert und das gute Damp- 
fungscharakteristika in der Nahe des Durchlaftbands 
aufterhalb des Durchlaftbands und eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
weist. Speziell wird ein SAW-Bauelement erhalten, 
das eine gro&e Dampfung im unteren Bereich des 
Durchlaftbands und eine grofce Gleichtaktdampfung 
aufweist. Die Reflektoren 208 und 213 und die Re- 
flektoren 209 und 214 konnen ebenfalls in ihrer Struk- 
tur identisch sein, und nur die Reflektoren 208 und 
213 konnen durch Apodisation gewichtet sein, oder 
nur die Reflektoren 209 und 214 konnen durch Apo- 
disation gewichtet sein. 

[0120] Zusatzlich, wie Fig. 13 zeigt, weist ein 
SAW-Bauelement 265 eine Konfiguration auf, bei 
der, in dem SAW-Bauelement 200, die Reflektoren 
208, 209, 213 und 214 in ihrer Struktur identisch sind, 
und bei zumindest einem derselben zumindest ent- 
weder ein Elektrodenfinger oder ein Elektrodenfin- 
gerzwischenraum unterschiedlich ist. 
[0121] Dadurch wird ein SAW-Bauelement gebildet, 
das die Storkomponente im unteren Bereich des 
Durchlaftbands reduziert und das gute Dampfungs- 
charakteristika in der Nahe des Durchlafcbands au- 
fterhalb des Durchlaftbands und eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
weist. Speziell wird ein SAW-Bauelement erhalten, 
das eine grofte Dampfung im unteren Bereich des 
Durchlaftbands und eine grofce Gleichtaktdampfung 
aufweist. Die Reflektoren 208 und 213 und die Re- 
flektoren 209 und 214 konnen ebenfalls in ihrer Struk- 
tur identisch sein, und bei zumindest einem von nur 
den Reflektoren 208 oder 213 kann zumindest ent- 
weder ein Elektrodenfinger oder ein Elektrodenfin- 
gerzwischenraum unterschiedlich sein, oder bei zu- 
mindest einem der Reflektoren 209 oder 214 kann 
zumindest entweder ein Elektrodenfinger oder ein 
Elektrodenfingerzwischenraum unterschiedlich sein. 
[0122] Wie Fig. 14 zeigt, weist ein SAW-Bauele- 



ment 266 ebenfalls eine Konfiguration auf, bei der, in 
dem SAW-Bauelement 200, die Reflektoren 208, 
209, 213 und 214 in ihrer Struktur identisch sind und 
einer derselben ein unterschiedliches Elektrodenfin- 
gerbreiteverhaltnis aufweist. Dadurch kann ein 
SAW-Bauelement gebildet werden, das die Storkom- 
ponente im unteren Bereich des Durchlaftbands re- 
duziert und das gute Dampfungscharakteristika in 
der Nahe des Durchlafcbands aufcerhalb des Durch- 
la&bands und eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufweist. Speziell wird 
ein SAW-Bauelement erhalten, das eine grofte 
Dampfung im unteren Bereich des Durchlaftbands 
und eine grofie Gleichtaktdampfung aufweist. Die 
Reflektoren 208 und 213 und die Reflektoren 209 und 
219 konnen ebenfalls in ihrer Struktur identisch sein, 
und zumindest einer von nur den Reflektoren 208 
und 213 kann ein unterschiedliches Elektrodenfinger- 
breiteverhaltnis aufweisen oder zumindest einer von 
nur den Reflektoren 209 und 214 kann ein unter- 
schiedliches Elektrodenfingerbreiteverhaltnis aufwei- 
sen. 

Ausfuhrungsbeispiel 3 

[0123] Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung wird nachstehend unter Bezug- 
nahme auf Fig. 1 5 bis 1 8 beschrieben. 
[0124] Fig. 15 zeigt die Konfiguration eines 
SAW-Bauelements 700 gemaft dem dritten Ausfuh- 
rungsbeispiel. Das SAW-Bauelement 700 gemaft 
dem dritten Ausfuhrungsbeispiel umfafM auf einem 
piezoelektrischen Substrat (nicht gezeigt) zwei 
SAW-Filter 701 und 702 mit einem langsgekoppelten 
Resonator und die SAW-Filter 703 und 704 mit einem 
langsgekoppelten Resonator, die mit den SAW-Fil- 
tern 701 und 702 mit einem langsgekoppelten Reso- 
nator in Kaskade geschaltet sind. 
[01 25] Die SAW-Filter 701 , 702, 703 und 704 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator sind durch Alumi- 
niumelektroden gebildet. Bei dem dritten Ausfuh- 
rungsbeispiel wird ein 40 ± 5-Grad-Y-Schnitt-X-Uber- 
tragungs-UTa0 3 -Substrat als das piezoelektrische 
Substrat verwendet. Das SAW-Bauelement 700 
weist eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Um- 
wandlungsfunktion auf, da die SAW-Filter 701 und 
702 mit einem langsgekoppelten Resonator verwen- 
det werden. 

[0126] Bei dem SAW-Filter 701 mit einem langsge- 
koppelten Resonator sind die IDTs 705 und 707 mit 
einem IDT 706 gebildet, der zwischen denselben vor- 
gesehen ist, und die Reflektoren 708 und 709 sind 
auf den Seiten von beiden Reflektoren gebildet. 
[0127] Bei dem SAW-Filter 702 mit einem langsge- 
koppelten Resonator sind die IDTs 710 und 712 mit 
einem IDT 711 , der zwischen denselben vorgesehen 
ist, gebildet, und die Reflektoren 713 und 714 sind 
auf den Seiten von beiden IDTs gebildet. Die Richtun- 
gen der IDTs 710 und 712 in dem SAW-Filter 702 mit 
einem langsgekoppelten Resonator weisen eine in- 
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verse Beziehung in einer interdigitalen Lange im Ver- 
gleich zu den IDTs 705 und 707 in dem SAW-Filter 
701 mit einem langsgekoppelten Resonator auf. 
Dementsprechend ist die Phase eines Ausgangssig- 
nal zu einem Eingangssignal bei dem SAW-Filter 702 
mit einem langsgekoppelten Resonator naherungs- 
weise um 180 Grad im Vergleich zu dem SRW-Filter 
701 mit einem langsgekoppelten Resonator inver- 
tiert. 

[0128] Die Reflektoren 708, 709, 713 und 714 sind 
in ihrer Struktur allesamt identisch. 
[0129] Bei dem SAW-Filter 703 mit einem langsge- 
koppelten Resonator sind die IDTs 715 und 717 mit 
einem IDT 716, der zwischen denselben vorgesehen 
ist, gebildet. Auf den Seiten von beiden IDTs sind die 
Reflektoren 718 und 719 gebildet. 
[0130] Bei dem SAW-Filter 704 mit einem langsge- 
koppelten Resonator sind die IDTs 720 und 722 mit 
einem IDT 721 , der zwischen denselben vorgesehen 
ist, gebildet. Auf den Seiten von beiden IDTs sind die 
Reflektoren 723 und 724 gebildet. 
[0131] Die SAW-Filter 703 und 704 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator sind in ihrer Struktur allesamt 
identisch. In anderen Worten sind die Reflektoren 
718, 719, 723 und 724 allesamt in ihrer Struktur iden- 
tisch. 

[0132] Bei dem dritten Ausfuhrungsbeispiel ist der 
IDT 706 in dem SAW-Filter 701 mit einem langsge- 
koppelten Resonator und der IDT 711 in dem 
SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor mit einem Unsymmetrisches-Signalanschluft 725 
verbunden. Die IDTs 705 und 707 in dem SAW-Filter 
701 mit einem langsgekoppelten Resonator sind mit 
den IDTs 715 und 717 in dem SAW-Filter 703 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator verbunden. Die 
IDTs 710 und 712 in dem SAW-Filter 702 mit einem 
langsgekoppelten Resonator sind mit den IDTs 720 
bzw. 722 in dem SAW-Filter 704 mit einem langsge- 
koppelten Resonator verbunden. Das IDT 716 in dem 
SAW-Filter 703 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor ist mit einem Unsymmetrisches-Signalanschluft 
726 verbunden, und das IDT 721 in dem SAW-Filter 
704 mit einem langsgekoppelten Resonator ist mit ei- 
nem Unsymmetrisches-Signalanschluft 727 verbun- 
den. 

[0133] Zusatzlich unterscheidet sich die Anzahl der 
Reflektoren 718 und 719 in dem SAW-Filter 703 mit 
einem langsgekoppelten Resonator von jenen der 
Reflektoren 708 und 709 in dem SAW-Filter 701 mit 
einem langsgekoppelten Resonator, und die Anzahl 
der Reflektoren 723 und 724 in dem SAW-Filter 704 
mit einem langsgekoppelten Resonator unterschei- 
det sich von jenen der Reflektoren 713 und 714 in 
dem SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Re- 
sonator. Die Anzahl der Elektrodenfinger der Reflek- 
toren 708 und 709 in dem SAW-Filter 702 mit einem 
langsgekoppelten Resonator ist gleich jener der 
Elektrodenfinger der Reflektoren 713 und 714 in dem 
SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor. Die Anzahl der Elektrodenfinger der Reflektoren 



718 und 719 in dem SAW-Filter 703 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator ist gleich jener der Elektro- 
denfinger der Reflektoren 723 und 724 in dem 
SAW-Filter 704 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor. 

[0134] Wie vorstehend beschrieben, werden bei 
dem SAW-Bauelement 700 gemaft dem dritten Aus- 
fuhrungsbeispiel zwei SAW-Filter 701 und 702 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator, bei denen jeweils 
SAW-Resonatoren in Reihe geschaltet sind, verwen- 
det, um die Phasen der SAW-Filter 701 und 702 mit 
einem langsgekoppelten Resonator verschieden um 
naherungsweise 180 Grad zu verschieben, wodurch 
eine Symmetrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwand- 
lungsfunktion geschaffen werden kann. 
[0135] Da die Anzahl der Elektrodenfinger der Re- 
flektoren 718 und 719 in dem SAW-Filter 703 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator sich von jener der 
Reflektoren 708 und 709 in dem SAW-Filter 701 mit 
einem langsgekoppelten Resonator unterscheidet, 
und die Anzahl der Elektrodenfinger der Reflektoren 
723 und 724 in dem SAW-Filter 704 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator sich von jener der Reflekto- 
ren 713 und 714 in dem SAW-Filter 702 mit einem 
langsgekoppelten Resonator 702 unterscheidet, 
kann eine Dampfung im unteren Bereich des Durch- 
lafcbands erhoht werden. 

[0136] Die Anzahl der Elektrodenfinger der Reflek- 
toren 708 und 709 in dem SAW-Filter 701 mit einem 
langsgekoppelten Resonator ist gleich jener der 
Elektrodenfinger der Reflektoren 713 und 714 in dem 
SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor. Die Anzahl der Elektrodenfinger der Reflektoren 
718 und 719 in dem SAW-Filter 703 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator ist gleich jener der Elektro- 
denfinger der Reflektoren 723 und 724 in dem 
SAW-Filter 704 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor. In anderen Worten sind die Reflektoren 708 und 
709 in dem SAW-Filter 701 mit einem langsgekoppel- 
ten Resonator in ihrer Struktur zu den Reflektoren 
713 und 714 in dem SAW-Filter 702 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator identisch. Die Reflektoren 
718 und 719 in dem SAW-Filter 703 mit einem langs- 
gekoppelten Resonator sind in ihrer Struktur mit den 
Reflektoren 723 und 724 in dem SAW-Filter 704 mit 
einem langsgekoppelten Resonator identisch. Dies 
kann eine Gleichtaktdampfung im unteren Bereich 
des Durchlafcbands erhohen. 

[01 37] In anderen Worten wird basierend auf diesen 
Punkten ein SAW-Bauelement erhalten, das gute 
Dampfungscharakteristika in der Nahe des Durchlaft- 
bands aufcerhalb des Durchlafcbands und eine Sym- 
metrisch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion 
aufweist. Speziell wird ein SAW-Bauelement erhal- 
ten, das eine grofce Dampfung im unteren Bereich 
des DurchlaGbands und eine grofce Gleichtaktdamp- 
fung aufweist. 

[0138] Modifizierungen des SAW-Bauelements 700 
sind nachstehend beschrieben. Bei den nachstehen- 
den Modifizierungen weiGen bei den SAW-Filtern 
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701, 702, 703 und 704 mit einem langsgekoppelten 
Resonator alle Reflektoren 708, 709, 713, 714, 718, 
719, 723 und 724 die gleiche Anzahl von Elektroden- 
fingern auf. 

[0139] Wie Fig. 16 zeigt, weist ein SAW-Bauele- 
ment 750 gemafc Modifizierung 5 beispielsweise eine 
Konfiguration auf, in der, bei dem SAW-Bauelement 
700, die Fingerbreiteverhaltnisse der Reflektoren 718 
und 719 im SAW-Filter 703 mit einem langsgekoppel- 
ten Resonator sich von jenen der Reflektoren 708 
und 709 in dem SAW-Filter 701 mit einem langsge- 
koppelten Resonator unterscheiden, und die Finger- 
breiteverhaltnisse der Reflektoren 723 und 724 in 
dem SAW-Filter 704 mit einem langsgekoppelten Re- 
sonator sich von jenen der Reflektoren 713 und 714 
in dem SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten 
Resonator unterscheiden. 

[0140] Bei der Konfiguration des SAW-Bauelements 
750, in dem SAW-Bauelement 700, sind die Finger- 
breiteverhaltnisse der Reflektoren 713 und 715 in 
dem SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Re- 
sonator ebenfalls gleich jenen der Reflektoren 708 
und 709 in dem SAW-Filter 701 mit einem langsge- 
koppelten Resonator, und die Reflektoren 723 und 
724 in dem SAW-Filter 704 mit einem langsgekoppel- 
ten Resonator sind gleich jenen der Reflektoren 718 
und 719 in dem SAW-Filter 703 mit einem langsge- 
koppelten Resonator. 

[0141] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement erhalten, das gute Dampfungscha- 
rakteristika in der Nahe des Durchlaftbands au&er- 
halb des Durchlaftbands und eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
weist. Speziell wird ein SAW-Bauelement erhalten, 
das eine grofte Dampfung im unteren Bereich des 
Durchlaftbands und eine grofce Gleichtaktdampfung 
aufweist. 

[0142] Wie Fig. 17 zeigt, weist ein SAW-Bauele- 
ment 751 gemafc Modifizierung 6 eine Konfiguration 
auf, bei der, in dem SAW-Bauelement 700, die Elek- 
trodenfingerabstande der Reflektoren 718 und 719 
sich von jenen der Reflektoren 708 und 709 in dem 
SAW-Filter 701 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor unterscheiden und sich die Elektrodenfingerab- 
stande der Reflektoren 723 und 724 in dem SAW-Fil- 
ter 704 mit einem langsgekoppelten Resonator sich 
von jenen der Reflektoren 713 und 714 in dem 
SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor unterscheiden. 

[0143] Bei der Konfiguration des SAW-Bauelements 
751 sind, in dem SAW-Bauelement 700, die Elektro- 
denfingerabstande der Reflektoren 713 und 714 in 
dem SAW-Filter 702 mit einem langsgekoppelten Re- 
sonator ebenfalls gleich jenen der Reflektoren 708 
und 709 in dem SAW-Filter 701 mit einem langsge- 
koppelten Resonator, und die Elektrodenfingerab- 
stande der Reflektoren 723 und 724 in dem SAW-Fil- 
ter 704 mit einem langsgekoppelten Resonator sind 
gleich jenen der Reflektoren 718 und 719 in dem 
SAW-Filter 703 mit einem langsgekoppelten Resona- 



tor. 

[0144] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement, das gute Dampfungscharakteristi- 
ka in der Nahe des Durchlaftbands aufcerhalb des 
DurchlaGbands und eine Symmetrisch-zu-Unsym- 
metrisch-Umwandlungsfunktion aufweist, erhalten. 
Speziell wird ein SAW-Bauelement erhalten, das eine 
grofte Dampfung im unteren Bereich des Durchlafc- 
bands und eine grofce Gleichtaktdampfung aufweist. 
[0145] Wie Fig. 18 zeigt, weist ein SAW-Bauele- 
ment 752 gemaft Modifizierung 7 eine Konfiguration 
auf, bei der, in dem SAW-Bauelement 700, die Mit- 
te-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten Elektroden- 
finger zwischen jedem der Reflektoren 708 und 709 
in dem SAW-Filter 701 mit einem langsgekoppelten 
Resonator und jedem der IDTs 705 und 707, die zu 
demselben benachbart sind, sich von der zwischen 
jedem der Reflektoren 718 und 719 in dem SAW-Fil- 
ter 703 mit einem langsgekoppelten Resonator und 
jedem der IDTs 715 und 717, die zu demselben be- 
nachbart sind, unterscheidet, und die Mitte-zu-Mit- 
te-Entfernung der benachbarten Elektrodenfinger 
zwischen jedem der Reflektoren 713 und 714 und je- 
dem der IDTs 710 und 712, die zu denselben benach- 
bart sind, sich von der zwischen jedem der Reflekto- 
ren 723 und 724 und jedem der IDTs 720 und 722, die 
zu denselben benachbart sind, unterscheidet. 
[01 46] Bei der Konfiguration des SAW-Bauelements 
752 ist, in dem SAW-Bauelement 700, die Mit- 
te-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten Elektroden- 
finger zwischen jedem der Reflektoren 708 und 709 
in dem SAW-Filter 701 mit einem langsgekoppelten 
Resonator und jedem der IDTs 705 und 707, die zu 
denselben benachbart sind, gleich jener zwischen je- 
dem der Reflektoren 713 und 714 in dem SAW-Filter 
702 mit einem langsgekoppelten Resonator und je- 
dem der IDTs 710 und 712, die zu denselben benach- 
bart sind, und die Mitte-zu-Mitte-Entfernung der be- 
nachbarten Elektrodenfinger zwischen jedem der Re- 
flektoren 718 und 719 in dem SAW-Filter 703 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator und jedem der 
IDTs 715 und 717, die zu denselben benachbart sind, 
ist gleich jener zwischen jedem der Reflektoren 723 
und 724 in dem SAW-Filter 704 mit einem langsge- 
koppelten Resonator und jedem der IDTs 720 und 
722, die zu denselben benachbart sind. 
[0147] Basierend auf diesen Punkten wird ein 
SAW-Bauelement erhalten, das gute Dampfungscha- 
rakteristika in der Nahe des Durchlafibands aufcer- 
halb des Durchlaftbands und eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
weist. Speziell wird ein SAW-Bauelement erhalten, 
das eine grofte Dampfung im unteren Bereich des 
Durchlaftbands und eine grofte Gleichtaktdampfung 
aufweist. 

[0148] Zusatzlich unterscheidet sich in jedem der 
SAW-Bauelemente 700, 750, 751 und 752 das 
SAW-Filter 703 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor in seiner Struktur von dem SAW-Filter 701 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator, und das SAW-Fil- 
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ter 704 mit einem langsgekoppelten Resonator unter- 
scheidet sich in seiner Struktur von dem SAW-Filter 
702 mit einem langsgekoppelten Resonator. Die 
Konfiguration von jedem SAW-Bauelement istjedoch 
nicht darauf beschrankt. Das SAW-Filter 704 mit ei- 
nem langsgekoppelten Resonator kann sich in seiner 
Struktur von dem SAW-Filter 701 mit einem langsge- 
koppelten Resonator unterscheiden, und das 
SAW-Filter 703 mit einem langsgekoppelten Resona- 
tor kann sich in seiner Struktur von dem SAW-Filter 
702 mit einem langsgekoppelten Resonator unter- 
scheiden. 

[0149] Jedes der SAW-Bauelemente 700, 750, 751 
und 752 kann in einem Gehause untergebracht sein, 
wie bei dem vorstehend beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispiel 1 . 

[0150] Vorstehend wird das 40 ± 
5-Grad-Y-Schnitt-X-0bertragungs-LiTaO 3 -Substrat 
verwendet. Anhand des Grundsatzes, gemaft dem 
die Vorteile erhalten werden konnen, wird jedoch bei 
der vorliegenden Erfindung darauf hingewiesen, daft 
ahnliche Vorteile durch Verwenden von nicht nur dem 
vorstehenden Substrat, sondern auch von Substra- 
ten, wie z. B. einem 64-72-Grad-Y-Schnitt-X-Ubertra- 
gungs-UNb0 3 -Substrat und einem 

41-Grad-Y-Schnitt-X-0bertragungs-LiNbO 3 -Subst- 
rat, erhalten werden konnen. 

[0151] Anschliefcend wird eine Kommunikationsvor- 
richtung 600 unter Verwendung eines SAW-Bauele- 
ments wie bei jedem Ausfuhrungsbeispiel unter Be- 
zugnahme auf Fig. 23 beschrieben. Die Kommunika- 
tionsvorrichtung 600 umfafM auf einer Empfangsseite 
(Rx-Seite) eine Antenne 601, eine Einheit einer ge- 
meinsamen Antennenverwendung/RF-Top-Filter 602 
(bzw. Hochpaftfilter) (RF = radio frequency = Funkfre- 
quenz), einen Verstarker 603, ein Rx-Zwischenstu- 
fenfilter 604, einen Mischer 605, ein erstes IF-Filter 
606, einen Mischer 607, ein zweites IF-Filter 608, ei- 
nen ersten und einen zweiten lokalen Synthetisierer 
611, einen TCXO (TCXO = temperature compensa- 
ted crystal oscillator = temperaturkompensierter Kris- 
talloszillator) 612, einen Teiler613 und ein lokales Fil- 
ter 614. 

[0152] Vom Rx-Zwischenstufenfilter 604 zum 
Mischer 605 wird bevorzugt, eine Ubertragung durch 
Verwendung von symmetrischen Signalen auszufuh- 
ren, um eine Symmetrie sicherzustellen, wie durch 
die zwei Linien in Fig. 23 angezeigt ist. 
[0153] Auf einer Ubertragungsseite (Tx-Seite) ver- 
wendet die Kommunikationsvorrichtung 600 eben- 
falls gemeinsam die Antenne 601 und die Einheit ei- 
ner gemeinsamen Antennenverwendung/das 
RF-Top-Filter 602 und umfafct ein Tx-Zwischenfre- 
quenzfilter 621, einen Mischer 622, ein Tx-Zwischen- 
stufenfilter 623, einen Verstarker 624, eine Kopp- 
lungseinrichtung 625, einen Isolator 626 und eine 
APC (APC = automatic power controller = automati- 
sche Leistungssteuerung) 627. 

[01 54] Die SAW-Bauelemente, die in jedem Ausfuh- 
rungsbeispiel beschrieben wurden, konnen in geeig- 



neter Weise in dem Rx-Zwischenstufenfilter 604, 
dem ersten IF-Filter 606, dem Tx-Zwischenstufenfil- 
ter 623 und der Einheit einer gemeinsamen Anten- 
nenverwendung/RF-Top-Filter 602 verwendet wer- 
den. 

[0155] Ein SAW-Bauelement der vorliegenden Er- 
findung kann eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion zusammen mit einer Fil- 
terfunktion aufweisen und weist auch verbesserte 
Charakteristika dahingehend auf, date es gute Damp- 
fungscharakteristika in der Nahe des Durchlaftbands 
aufterhalb des Durchlaftbands und speziell eine gro- 
R>e Dampfung im unteren Bereich des DurchlaG- 
bands und eine grofte Gleichtaktdampfung aufweist. 
Daher kann eine Kommunikationsvorrichtung der 
vorliegenden Erfindung die Ubertragungscharakteris- 
tika verbessern. 

Patentanspruche 

1. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfiltere- 
lement, die auf dem piezoelektrischen Substrat ange- 
ordnet sind, um eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, wobei das 
erste und das zweite Oberflachenwellenfilterelement 
jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, die ent- 
lang einer Ausbreitungsrichtung der Oberflachenwel- 
len angeordnet sind, und einen ersten und einen 
zweiten Reflektor umfassen, die so angeordnet sind, 
daft die zumindest zwei Interdigitalwandler entlang 
der Ausbreitungsrichtung zwischen dem ersten und 
dem zweiten Reflektor angeordnet sind, wobei: 
der erste und der zweite Reflektor sich in ihrer Struk- 
tur unterscheiden; und 

bei dem ersten und dem zweiten Oberflachenwellen- 
filterelement die ersten Reflektoren in ihrer Struktur 
identisch sind und die zweiten Reflektoren in ihrer 
Struktur identisch sind. 

2. Oberflachenwellenbauelement gemaft An- 
spruch 1, bei dem die Anzahl von Elektrodenfingern 
des ersten Reflektors sich von der Anzahl der Elek- 
trodenfinger des zweiten Reflektors in den jeweiligen 
Oberflachenwellenfilterelementen unterscheidet. 

3. Oberflachenwellenbauelement gemafc An- 
spruch 1 oder 2, bei dem das Fingerbreiteverhaltnis 
des ersten Reflektors sich von dem Fingerbreitever- 
haltnis des zweiten Reflektors in den jeweiligen Ober- 
flachenwellenfilterelementen unterscheidet. 

4. Oberflachenwellenbauelement gemaft einem 
der Anspruche 1 bis 3, bei dem der Elektrodenfinger- 
zwischenraum des ersten Reflektors sich von dem 
Elektrodenfingerzwischenraum des zweiten Reflek- 
tors in den jeweiligen O-berflachenwellenfilterelemen- 
ten unterscheidet. 
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5. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfiltere- 
lement, die auf dem piezoelektrischen Substrat ange- 
ordnet sind, urn eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, wobei das 
erste und das zweite Oberflachenwellenfilterelement 
jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, die ent- 
lang einer Ausbreitungsrichtung der Oberflachenwel- 
len angeordnet sind, und einen ersten Reflektor und 
einen zweiten Reflektor umfassen, die so angeordnet 
sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen dem ersten 
und dem zweiten Reflektor vorgesehen sind, wobei: 
in jedem des ersten und des zweiten Oberflachen- 
wellenfilterelements eine erste Mitte-zu-Mitte-Entfer- 
nung der benachbarten Elektrodenfinger zwischen 
dem ersten Reflektor und einem Interdigitalwandler, 
der zu demselben benachbart ist, sich von einer 
zweiten Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen dem zweiten Reflektor 
und einem Interdigitalwandler, der zu demselben be- 
nachbart ist, unterscheidet; und 
die erste und die zweite Mitte-zu-Mitte-Entfernung 
des ersten Oberflachenwellenfilterelements und die 
entsprechenden ersten und zweiten Mitte-zu-Mit- 
te-Entfernungen des zweiten Oberflachenwellenfil- 
terelements identisch sind. 

6. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfiltere- 
lement, die auf dem piezoelektrischen Substrat ange- 
ordnet sind, um eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, wobei das 
erste und das zweite Oberflachenwellenfilterelement 
jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, die ent- 
lang einer Ausbreitungsrichtung der Oberflachenwel- 
len angeordnet sind, und einen ersten und einen 
zweiten Reflektor umfassen, die so angeordnet sind, 
so daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen dem ersten 
und dem zweiten Reflektor angeordnet sind, wobei: 
der erste und der zweite Reflektor durch Apodisation 
gewichtet sind; und 

in dem ersten und dem zweiten Oberflachenwellenfil- 
terelement die ersten Reflektoren in ihrer Struktur 
identisch sind und die zweiten Reflektoren in ihrer 
Struktur identisch sind. 

7. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfiltere- 
lement, die auf dem piezoelektrischen Substrat ange- 
ordnet sind, um eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, wobei das 
erste und das zweite Oberflachenwellenfilterelement 



jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, die ent- 
lang einer Ausbreitungsrichtung der Oberflachenwel- 
len angeordnet sind, und einen ersten Reflektor und 
einen zweiten Reflektor umfassen, die so angeordnet 
sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen dem ersten 
und dem zweiten Reflektor vorgesehen sind, wobei 
in zumindest einem Abschnitt des ersten Reflektors 
und/oder des zweiten Reflektors, zumindest entwe- 
der eine Elektrodenfingerbreite oder ein Elektroden- 
fingerzwischenraum sich im Vergleich zu umgeben- 
den Elektrodenfingern unterscheiden; und 
bei dem ersten und dem zweiten Oberflachenwellen- 
filterelement die ersten Reflektoren in ihrer Struktur 
identisch sind und die zweiten Reflektoren in ihrer 
Struktur identisch sind. 

8. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes und ein zweites Oberflachenwellenfiltere- 
lement, die auf dem piezoelektrischen Substrat ange- 
ordnet sind, um eine Symmetrisch-zu-Unsymmet- 
risch-Umwandlungsfunktion aufzuweisen, wobei das 
erste und das zweite Oberflachenwellenfilterelement 
jeweils zumindest zwei Interdigitalwandler, die ent- 
lang einer Ausbreitungsrichtung der Oberflachenwel- 
len angeordnet sind, und einen ersten Reflektor und 
einen zweiten Reflektor umfassen, die so angeordnet 
sind, daft die zumindest zwei Interdigitalwandler ent- 
lang der Ausbreitungsrichtung zwischen dem ersten 
und dem zweiten Reflektor vorgesehen sind, wobei 
in zumindest einem Abschnitt des ersten Reflektors 
und/oder des zweiten Reflektors, ein Fingerbreitever- 
haltnis sich im Vergleich zu umgebenden Elektroden- 
fingern unterscheidet; und 

bei dem ersten und dem zweiten Oberflachenwellen- 
filterelement die ersten Reflektoren in ihrer Struktur 
identisch sind und die zweiten Reflektoren in ihrer 
Struktur identisch sind. 

9. Oberflachenwellenbauelement gemaft einem 
der Anspruche 1 bis 8, das ferner ein in einer Kaska- 
de geschaltetes Oberflachenwellenfilterelement auf- 
weist. 

10. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberflachen- 
wellenfilterelement, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
zuweisen, wobei das erste, das zweite, dritte und 
vierte Oberflachenwellenfilterelement jeweils zumin- 
dest zwei Interdigitalwandler, die entlang einer Aus- 
breitungsrichtung der Oberflachenwellen angeordnet 
sind, und einen Satz von Reflektoren umfassen, die 
so angeordnet sind, daft die zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung zwi- 
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schen zwei gegenuberliegenden Reflektoren des 
Satzes von Reflektoren vorgesehen sind, wobei: 
das erste und das dritte Oberflachenwellenfilterele- 
ment in einer Kaskade zueinander geschaltet sind, 
und das zweite und das vierte Oberflachenwellenfil- 
terelement in einer Kaskade zueinander geschaltet 
sind; 

das erste und das zweite Oberflachenwellenfilterele- 
ment die gleichen Satze von Reflektoren aufweisen, 
und das dritte und das vierte Oberflachenwellenfilter- 
element die gleichen Satze von Reflektoren aufwei- 
sen; und 

die Satze von Reflektoren in dem ersten und derm 
zweiten Oberflachenwellenfilterelement sich in ihrer 
Struktur von den Satzen von Reflektoren in dem drit- 
ten und vierten Oberflachenwellenfilterelement unter- 
scheiden. 

11. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberflachen- 
wellenfilterelement, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
zuweisen, wobei das erste, zweite, dritte und vierte 
Oberflachenwellenfilterelement jeweils zumindest 
zwei Interdigitalwandler, die entlang einer Ausbrei- 
tungsrichtung der Oberflachenwellen angeordnet 
sind, und einen Satz von Reflektoren umfassen, die 
so angeordnet sind, daft die zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung zwi- 
schen zwei gegenuberliegenden Reflektoren des 
Satzes von Reflektoren vorgesehen sind, wobei 
das erste und das dritte Oberflachenwellenfilterele- 
ment in einer Kaskade zueinander geschaltet sind, 
und das zweite und das vierte Oberflachenwellenfil- 
terelement in einer Kaskade zueinander geschaltet 
sind; 

das erste und das vierte Oberflachenwellenfilterele- 
ment die gleichen Satze von Reflektoren aufweisen, 
und das zweite und das dritte Oberflachenwellenfil- 
terelement die gleichen Satze von Reflektoren auf- 
weisen; und 

die Satze von Reflektoren in dem ersten und dem 
vierten Oberflachenwellenfilterelement sich in ihrer 
Struktur von den Satzen von Reflektoren in dem 
zweiten und dritten Oberflachenwellenfilterelement 
unterscheiden. 

12. Oberflachenwellenbauelement gemaft An- 
spruch 10, bei dem die Anzahl von Elektrodenfingern 
des Reflektors im ersten Oberflachenwellenfilterele- 
ment sich von der Anzahl von Elektrodenfingern des 
Reflektors im dritten Oberflachenwellenfilterelement 
unterscheidet, und 

die Anzahl von Elektrodenfingern des Reflektors im 
zweiten Oberflachenwellenfilterelement sich von der 
Anzahl von Elektrodenfingern des Reflektors im vier- 
ten Oberflachenwellenfilterelement unterscheidet. 



13. Oberflachenwellenbauelement gemaft An- 
spruch 10, bei dem das Fingerbreiteverhaltnis des 
Reflektors des ersten Oberflachenwellenfilterele- 
ments sich von dem Fingerbreiteverhaltnis des Re- 
flektors des dritten Oberflachenwellenfilterelements 
unterscheidet; und 

das Fingerbreiteverhaltnis des Reflektors des zwei- 
ten Oberflachenwellenfilterelements sich von dem 
Fingerbreiteverhaltnis des Reflektors des vierten 
Oberflachenwellenfilterelements unterscheidet. 

14. Oberflachenwellenbauelement gemaft An- 
spruch 10, bei dem der Elektrodenfingerzwischen- 
raum des Reflektors des ersten Oberflachenwellenfil- 
terelements sich vom Elektrodenfingerzwischenraum 
des Reflektors des dritten O-berflachenwellenfiltere- 
lements unterscheidet; und 

der Elektrodenfingerzwischenraum des Reflektors 
des zweiten Oberflachenwellenfilterelements sich 
vom Elektrodenfingerzwischenraum des Reflektors 
des vierten Oberflachenwellenfilterelements unter- 
scheidet. 

15. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 

ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberflachen- 
wellenfilterelement, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Unsymmet- 
risch-zu-Symmetrisch-Umwandlungsfunktion aufzu- 
weisen, wobei das erste, zweite, dritte und vierte 
Oberflachenwellenfilterelement jeweils zumindest 
zwei Interdigitalwandler, die entlang einer Ausbrei- 
tungsrichtung der Oberflachenwellen angeordnet 
sind, und einen Satz von Reflektoren umfassen, die 
so angeordnet sind, daft die zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung zwi- 
schen den gegenuberliegenden Reflektoren des Sat- 
zes von Reflektoren vorgesehen sind, wobei: 
das erste und das dritte Oberflachenwellenfilterele- 
ment in einer Kaskade zueinander geschaltet sind 
und das zweite und das vierte Oberflachenwellenfil- 
terelement in einer Kaskade zueinander geschaltet 
sind; 

eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem ersten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, sich von einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem dritten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, unterscheidet; 
eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, sich von einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem vierten Oberflachenwellenfiltere- 
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lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, unterscheidet; 
eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem ersten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem zweiten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, ist; und 

eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem dritten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem vierten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, ist. 

16. Oberflachenwellenbauelement, das folgende 
Merkmale aufweist: 
ein piezoelektrisches Substrat; und 
ein erstes, zweites, drittes und viertes Oberflachen- 
wellenfilterelement, die auf dem piezoelektrischen 
Substrat angeordnet sind, um eine Symmet- 
risch-zu-Unsymmetrisch-Umwandlungsfunktion auf- 
zuweisen, wobei das erste, zweite, dritte und vierte 
Oberflachenwellenfilterelement jeweils zumindest 
zwei Interdigitalwandler, die entlang einer Ausbrei- 
tungsrichtung der Oberflachenwellen angeordnet 
sind, und einen Satz von Reflektoren umfassen, die 
so angeordnet sind, daft die zumindest zwei Interdi- 
gitalwandler entlang der Ausbreitungsrichtung zwi- 
schen zwei gegenuberliegenden Reflektoren des 
Satzes von Reflektoren vorgesehen sind, wobei: 
das erste und das dritte Oberflachenwellenfilterele- 
ment in einer Kaskade zueinander geschaltet sind, 
und das zweite und das vierte Oberflachenwellenfil- 
terelement in einer Kaskade zueinander geschaltet 
sind; 

eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem ersten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, sich von einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem dritten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, unterscheidet; 
eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, sich von einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem vierten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, unterscheidet; 



eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem ersten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem vierten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, ist; und 

eine Mitte-zu-Mitte-Entfernung der benachbarten 
Elektrodenfinger zwischen einem der Reflektoren in 
dem zweiten Oberflachenwellenfilterelement und ei- 
nem Interdigitalwandler, der zu demselben benach- 
bart ist, gleich einer Mitte-zu-Mitte-Entfernung der 
benachbarten Elektrodenfinger zwischen einem der 
Reflektoren in dem dritten Oberflachenwellenfiltere- 
lement und einem Interdigitalwandler, derzu demsel- 
ben benachbart ist, ist. 

17. Kommunikationsvorrichtung, die ein Oberfla- 
chenwellenbauelement gemaft einem der Anspruche 
1 bis 16 umfafct. 

Es folgen 24 Blatt Zeichnungen 
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FIG. 2 
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FIG. 4 
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FIG. 5 




(9P) 3Q0IAI 3IAIVSNI3IAI39 



23/42 



DE 103 43 296 A1 2004.04.08 



FIG. 6 
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FIG. 9 
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FIG. 11 
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FIG. 12 
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